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1 ОБЩИЕ＠ ПОЛОЖЕНИЯ＠

Общие＠ положения＠ - по＠ ОСТ＠ В＠ 11 0998 с＠ дополнениями＠ и＠ уточнениямиＬ＠

приведеиными＠ в＠ настоящем＠ разделеＮ＠

1.1 Область＠ применения＠

Настоящие＠ технические＠ условия＠ ＨТУＩ＠ распространяются＠ на＠ БМК＠ ＵＵＰＷБЦＱ＠ УＬ＠

серии＠ 5507 и＠ полузаказные＠ микросхемы＠ Ｈдалее＠ микросхемыＩＬ＠ выпускаемые＠ на＠ основе＠

этого＠ БМК＠ и＠ предназначенные＠ для＠ применения＠ в＠ радиоэлектронной＠ аппаратуре＠

специального＠ назначенияＮ＠

МикросхемыＬ＠ поставляемые＠ по＠ настоящим＠ ТУＬ＠ должны＠ удовлетворять＠

требованиям＠ ОСТ＠ В＠ 11 0998 и＠ требованиямＬ＠ установленным＠ в＠ соответствующих＠ разделах＠

настоящих＠ ТУＮ＠

Нумерация＠ разделовＬ＠ подразделов＠ и＠ пунктовＬ＠ принятая＠ в＠ настоящих＠ ТУＬ＠

соответствует＠

ост＠ в＠ 11 0998. 

нумерации＠ аналогичных＠ разделовＬ＠ подразделов＠ и＠ пунктов＠

Если＠ в＠ ТУ＠ требуется＠ дополнение＠ или＠ уточнение＠ какогоＭлибо＠ подраздела＠

ОСТ＠ В＠ 11 0998, то＠ в＠ соответствующем＠ подразделе＠ ТУ＠ приведены＠ только＠ положенияＬ＠

дополняющие＠ или＠ уточняющие＠ данный＠ подраздел＠ ОСТ＠ В＠ 11 0998. Остальные＠ положения＠

этого＠ подразделаＭ по＠ ОСТ＠ В＠ 11 0998. 

В＠ ТУ＠ не＠ приведены＠ пункты＠ ОТУ＠ ОСТ＠ В＠ 11 0998, не＠ требующие＠ уточненийＬ＠ при＠

этом＠ нумерация＠ остальных＠ пунктов＠ сохранена＠ в＠ соответствии＠ с＠ ОСТ＠ В＠ 11 0998. 

МикросхемыＬ＠ включённые＠ в＠ настоящее＠ ТУＬ＠ поставляются＠ также＠ в＠ бескорпусном＠

исполнении＠ на＠ общей＠ пластине＠ в＠ соответствии＠ с＠ требованиями＠ РД＠ 11 0723. ПоложенияＬ＠

уточняющие＠ ТУ＠ в＠ части＠ поставки＠ микросхем＠ по＠ РД＠ 11 0723, изложены＠ в＠ приложении＠ АＮ＠

1.2 Нормативные＠ ссылки＠

В＠ настоящих＠ ТУ＠ использованы＠ ссылки＠ на＠ стандарты＠ и＠ нормативные＠ документыＬ＠

обозначения＠ которых＠ приведены＠ в＠ приложении＠ БＮ＠

1.3 ОпределенияＬ＠ обозначения＠ и＠ сокращения＠

ТерминыＬ＠ определенияＬ＠ сокращения＠ и＠ буквенные＠ обозначения＠ параметров＠ - по＠

ост＠ в＠ 11 0998 и＠ гост＠ 19480, гост＠ 27394. 

ТерминыＬ＠ определенияＬ＠ сокращения＠ и＠ буквенные＠ обозначения＠ параметровＬ＠ не＠

установленные＠ действующими＠ стандартамиＬ＠ приведены＠ в＠ приложении＠ ВＮ＠

1 .4 Приоритетность＠ НД＠

Приоритетность＠ НД＠ - по＠ ОСТ＠ В＠ 11 0998 

1 о＠

t:: 

ｾ＠

"' :r: 

Лист＠

ｾгＭｾＭｲＭＭＭＭ｟ＬＭＭＭＭｲＭｾ＠
АЕЯРＮＴＳＱＲＶＰＮＲＲＷТУ＠

1 
::: ИＱм＠ 1 Лист＠ ｎｾ＠ докуｾＱеＱＱта＠ По｟ＧНｩись＠ 1 Дата＠ 3 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

.1 

1 

rn 

ｾ＠
::: 
.l> 
u 
::: 
t::: 

ｾ＠
t:: 

11! 
.,; 

Ｌｾｾ＠

ｾ＠

11! ::: 
rn 
м＠

｟СＡＩ＠

1 
rn 
ｾ＠

ＱＱｾ＠
t::: 
""! 
о＠

IC 
:I: 

= 

ｾ＠
ｾ＠
'..:. 

1.5 КлассификацияＬ＠ основные＠ параметры＠ и＠ размеры＠

1.5.1 Тип＠ микросхем＠ БМК＠ указан＠ в＠ таблице＠ 1. 

Типы＠ ＨтипономиналыＩ＠ поставляемых＠ полузаказных＠ микросхем＠ на＠ основе＠ БМК＠

указаны＠ в＠ таблице＠ 1-1. 

1.5.2 Категория＠ качества＠ микросхемＭ ﾫВПﾻＮ＠

1.5.5 Пример＠ обозначения＠ микросхем＠ при＠ заказе＠ Ｈв＠ договоре＠ на＠ поставкуＩ＠ и＠ в＠

конструкторской＠ документацииＺ＠

Микросхема＠ ＵＵＰＷБЦＱ＠ У＠ ＭХХХＪ＠ АЕЯРＮＴＳＱＲＶＰＮＲＲＷ＠ ТУＬ＠ карта＠ заказаＪＪ＠

При＠ заказе＠ микросхемＬ＠ предназначенных＠ для＠ автоматической＠ сборки＠ ＨмонтажаＩ＠

аппаратурыＬ＠ после＠ обозначения＠ ТУ＠ ставят＠ букву＠ ﾫАﾻＺ＠

Микросхема＠ ＵＵＰＷБЦＱ＠ У＠ ＭХХХＪ＠ АЕЯРＮＴＳＱＲＶＰＮＲＲＷ＠ ТУ＠ АＬ＠ карта＠ заказаＪＪ＠

Пример＠ обозначения＠ микросхем＠ в＠ бескорпусном＠ исполнении＠ при＠ заказе＠ Ｈв＠

договоре＠ на＠ поставкуＩ＠ и＠ в＠ конструкторской＠ документацииＺ＠

Микросхема＠ ＵＵＰＷБЦＱНＴＭ ХХХＪＮАЕЯРＮＴＳＱＲＶＰＮＲＲＷ＠ ТУＬ＠ карта＠ заказаＪＪＪＬ＠ РДＱＱＰＷＲＳＮ＠

* ХХХＭ регистрационный＠ номер＠ карты＠ заказа＠ Ｈцифровой＠ или＠ буквенноＭцифровой＠

кодＩＬ＠ указанный＠ в＠ условных＠ обозначениях＠ микросхем＠ в＠ таблице＠ 1-1 настоящих＠ ТУＮ＠

ＪＪДецимальный＠ номер＠ карт＠ заказа＠ в＠ соответствии＠ с＠ таблицей＠ 1-1 настоящих＠ ТУＮ＠

* * * Децимальный＠ номер＠ карт＠ заказа＠ в＠ соответствии＠ с＠ таблицей＠ АＮＱＭＱ＠ настоящих＠

ТУＮ＠
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Таблица＠ 1 Типы＠ БМК＠::: 
'-

::: 
Классификационные＠ параметры＠ в＠ нормальных＠ климатических＠ условияхＪ＠(") _, 

ｾ＠
Ｈбуквенное＠ обозначениеＬ＠ единица＠ измеренияＩ＠

Обозначение＠
):, Выходное＠ Выходное＠ Среднее＠ время＠ Максимальная＠
о＠
;.: 

Мощность＠'< напряжение＠ напряжение＠ задержки＠ на＠ частота＠ комплекта＠
<' 
;;; 

Условное＠ Основное＠ срабатывания＠ потребления＠ на＠ｾ＠ высокого＠ низкого＠ вентильＬ＠
конструкторской＠ｾ＠

обозначение＠ функциональное＠ Ｈизмеряется＠ в＠ триггера＠ D-уровня＠ уровня＠ вентильＬ＠

;::::1 
микросхемы＠ назначение＠ ｕонＬВＬ＠ UoL,B, цепочке＠ типа＠ в＠ счетном＠ РееＬ＠ мкВтＬ＠ документации＠о＠

'-' 
::J при＠ Ucc= ＲＬＷВ＠ при＠ Ucc= 3,3 вентилейＩＬ＠ режимеＬ＠ при＠ Ucc = ＳＬＳВ＠::: 
(") 

"" и＠ ｉон＠ :=:;; 1 ＬＵмА＠ IoL :=:;; ＳмА＠ to, неＬ＠ fcmax, МГц＠ не＠ более＠
р＠

не＠ менее＠ не＠ более＠ при＠ Ucc= ＲＬＷВ＠ при＠ Ucc= ＲＬＷВ＠::; 
ｾ＠

Базовый＠

ＵＵＰＷБЦＱ＠ У＠
матричный＠ 2,4 0,3 3,0 30 0,2 Г＠ АВЛＮＴＳＱＲＶＰＮＰＲＴ＠

кристалл＠ ＨБМКＩ＠

ПримечаниеＺ＠ Классификационные＠ параметры＠ приведены＠ для＠ базовой＠ тестовой＠ микросхемы＠ ＵＵＰＷБЦＱ＠ У＠ -000 
ｾ＠
ｾ＠

ｾ＠ Продолжение＠ таблицы＠ 1 
ｾ＠

""" ＨＮН＠ Обозначение＠ Количество＠ вентиＭ- Условное＠ Обозначение＠ Условное＠N 
аＭＮ＠ Обозначение＠ описания＠ лейвБМК＠:> 

обозначение＠ габаритного＠ обозначение＠ КодОКП＠N 
N электрической＠ схемы＠ образцов＠ Ｈколичество＠
......] 

микросхемы＠ чертежа＠ корпуса＠...., 
внешнего＠ вида＠ элементовＩ＠

'< 

ＵＵＰＷБЦＱУ＠ Г＠ АВЛＮＴＳＱＲＶＰＮＰＲＴ＠ ЭＱ＠ УＸＰＮＰＷＳＮＲＵＸ＠ гч＠ НОＹＮＲＸＭＱВ＠ бКОＮＳＴＷＮＲＷＳ＠ ДＲ＠ 654 (3344) 

1 

ｾｾｾ＠
-- -- ----- - -- - --- --
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ИнвＮ＠ ｎｾ＠ｮодл＠ Подｮись＠ и＠ дата＠ ВзаимＮ＠ инвＮ＠ ｎｾ＠ ИнвＮ＠ ｎｾ＠ дублＮ＠ Подｮись＠ и＠ дата＠

Y2.Z ｾＯｒＺｾＶ＠
:s: ｾ＠
"' s: 

ｾ＠ r Таблица＠ 1-1 Типы＠ поставляемых＠ полузаказных＠ микросхем＠ ＵＵＰＷБЦＱ＠ УＭХХХＬ＠ где＠ ХХХＭ регистрационный＠ номер＠ карты＠ заказа＠
п＠
-! 

Ｈцифровой＠ или＠ буквенноＭцифровой＠ кодＩＬ＠ указанный＠ в＠ условных＠ обозначениях＠ микросхем＠

ｾ＠ ｾ＠р＠

о＠ ｾ＠

"' ｾ＠'-< 
s: ':' (1) 

Группа＠:r 

ｾ＠ Количество＠-! 

"' ｾ＠ Обозначение＠ типов＠
вентилей＠ в＠

::J 

ｾ＠
Условное＠ Основное＠ комплекта＠

ＨиспытаＭ
о＠

Обозначение＠ схемы＠ Обозначение＠ карты＠ Номер＠ магнитного＠
схеме＠

D 
обозначение＠ функциональное＠ конструкторской＠ тельная＠

::J 
электриＭ Код＠ ОКП＠

n 
микросхемы＠ назначение＠ документации＠

электрической＠ заказа＠ носителя＠ группа＠ по＠
ческой＠ОＢＢ＠

;:-... тип＠ оＭ

Ｈколичество＠р＠

ｾ＠ｾ＠ ..... размеру＠

элементовＩ＠" <1' 
корпусаＩ＠

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ＵＵＰＷБЦｉ＠ УＭＰＰＰ＠ Тестовая＠ ИС＠ Г＠ АВЛＮＴＳＱＲＶＰＮＰＲＴ＠ Г＠ АВЛＮＴＳＱＲＶＰＮＰＲＴ＠ ЭＳ＠ Г＠ АВЛＮＴＳＱＲＶＰＮＲＳＶ＠ Д＠ ГАВЛＮＴＳＱＲＶＰＮＰＲＴ＠ МН＠ 1 646(3312) 

ｾ＠
Регистрация＠

!'-.. 
сигналов＠ от＠

> внешних＠ устройств＠ 6 3315606ST 
l-1"1 ＵＵＰＷБЦｉ＠ УＭＳＳＰ＠ Г＠ АВЛＮＴＳＱＲＶＰＮＰＲＴ＠ ГАВЛＮＴＳＱＲＶＰＮＳＳＰ＠ ЭＱ＠ Г＠ АВЛＮＴＳＱＲＶＰＮＳＳＰ＠ Д＠ Г＠ АВЛＮＴＳＱＲＶＰＮＳＳＰМД＠ 1 685 (2740) 

ｾ＠ и＠ активации＠

ｾ＠
исполнительных＠.j::o. 

(j,j - устройств＠
N 
аＭＭ

ｾ＠
N 
N 
...... 
-3 
'< 

0\ 1 ｾ＠
·-
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2 ТЕХНИЧЕСКИЕ＠ ТРЕБОВАНИЯ＠

Технические＠ требования＠ - по＠ ОСТ＠ В＠ 11 0998 с＠ дополнениями＠ и＠ уточнениямиＬ＠

приведеиными＠ в＠ настоящем＠ разделеＮ＠

Микросхемы＠ изготавливают＠ по＠ комплекту＠ конструкторской＠ документацииＬ＠

приведеиному＠ в＠ таблице＠ 1. 

Перечень＠ прилагаемых＠ документов＠ приведен＠ в＠ приложении＠ ГＮ＠

2.1 Требования＠ к＠ конструкторской＠ и＠ технологической＠

документации＠

2.1.8. Электрическая＠ схема＠ БМК＠ должна＠ соответствовать＠ приведённой＠ на＠ чертежеＬ＠

указанном＠ в＠ таблице＠ 1 и＠ прилагаемому＠ к＠ ТУＮ＠

Электрические＠ схемы＠ микросхем＠ на＠ основе＠ БМК＠ должны＠ соответствовать＠

приведённым＠ на＠ чертежахＬ＠ указанных＠ в＠ таблице＠ 1-1, прилагаемым＠ к＠ картам＠ заказа＠ ＨХХХＩＮ＠

2.2 Требования＠ к＠ конструктивноＭтехнологическому＠ исполнению＠

2.2.8 Прочность＠ крепления＠ кристалла＠ к＠ монтажной＠ площадке＠ должна＠ быть＠ не＠

менее＠ 1 ,25 кгсＮ＠

2.2.13 Выводы＠ микросхем＠ должны＠ выдерживать＠ без＠ механических＠ повреждений＠ и＠

нарушения＠ герметичности＠ воздействие＠ растягивающей＠ силыＬ＠ направленной＠ вдоль＠ оси＠

выводаＬ＠ не＠ менее＠ 1,0 Н＠ (0,1 кгсＩＮ＠

2.2.14 Прочность＠ внутренних＠ сварных＠ соединений＠ после＠ герметизации＠ должна＠

быть＠ не＠ менее＠ 0,02 НＮ＠

2.2.22 Показатель＠герметичности＠ микросхем＠ со＠ свободным＠ внутренним＠ объемом＠ по＠

скорости＠ утечки＠ гелия＠ должен＠ быть＠ не＠ более＠ ＵхＱＰＭ Ｓ＠ ПаＮсм Ｓ＠ 1 сＮ＠

2.2.24 Масса＠ микросхем＠ должна＠ быть＠ не＠ более＠ 5 гＮ＠

2.2.27 Общий＠ видＬ＠ габаритныеＬ＠ установочные＠ и＠ присоединительные＠ размеры＠

микросхем＠ должны＠ соответствовать＠ габаритному＠ чертежуＬ＠ указанному＠ в＠ таблице＠ 1 и＠

прилагаемому＠ к＠ ТУＮ＠

2.2.28 Микросхемы＠ предназначены＠ для＠ автоматической＠ сборки＠ ＨмонтажаＩ＠ аппараﾭ

турыＬ＠ должны＠ соответствовать＠ ГОСТ＠ РВ＠ 20.39.412, установочная＠ группа＠ 5, вид＠

исполнения＠ 8, а＠ также＠ для＠ ручной＠ сборки＠ ＨмонтажаＩ＠ аппаратурыＮ＠

2.2.29 Внешний＠ вид＠ микросхем＠ должен＠ соответствовать＠ описанию＠ образцов＠

внешнего＠ видаＬ＠ указанному＠ в＠ таблице＠ 1 и＠ пр＠ илагаемому＠ к＠ ТУ＠ . 

2.2.30 Первый＠ вывод＠ микросхемы＠ обозначен＠ равносторонним＠ треугольником＠ (.L:.), 

расположенным＠ посередине＠ слева＠ на＠ крышке＠ корпуса＠ с＠ вершинойＬ＠ направленной＠ вверхＬ＠

ось＠ первого＠ вывода＠ совпадает＠ с＠ основанием＠ равностороннего＠ треугольникаＮ＠

2.2.32 Тепловое＠ сопротивление＠ кристаллＭкорпус＠ не＠ более＠ ＴＵﾰСＯВтＮ＠

ｾ＠ ｾ＠ｾ＠ ｾｾ＠ 1 1 1 1 1 1 АЕЯРＮＴＳＱＲＶＰＮＲＲＷ＠ ТУ＠ -
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2.3 Требования＠ к＠ электрическим＠ параметрам＠ и＠ режимам＠

эксплуатации＠

2.3.1 Электрические＠ параметры＠ микросхем＠ при＠ приемке＠ и＠ поставке＠ должны＠

соответствовать＠ нормамＬ＠ установленным＠ в＠ таблице＠ 2. 

Дополнительные＠ электрические＠ параметры＠ микросхем＠ и＠ функциональный＠

контроль＠ приводят＠ в＠ карте＠ заказаＮ＠

Микросхемы＠ при＠ всех＠ допустимых＠ значениях＠ электрических＠ режимов＠ и＠ внешних＠

воздействующих＠ факторовＬ＠ указанных＠ в＠ настоящих＠ ТУ＠ должны＠ выполнять＠ свои＠ функции＠

в＠ соответствии＠ с＠ основными＠ функциональными＠ параметрами＠ и＠ характеристикамиＬ＠

приведеиными＠ в＠ таблице＠ 1, и＠ таблицами＠ истинности＠ или＠ алгоритмами＠ тестовых＠

последовательностей＠ при＠ измерении＠ электрических＠ параметровＬ＠ или＠ тестов＠

функционального＠ контроляＬ＠ приводимых＠ в＠ картах＠ заказаＬ＠ указанных＠ в＠ таблицах＠ 1-1. 

2.3.2 Электрические＠ параметры＠ микросхем＠ в＠ течение＠ наработки＠ до＠ отказа＠ при＠ их＠

эксплуатации＠ в＠ режимах＠ и＠ условияхＬ＠ допускаемых＠ настоящими＠ ТУＬ＠ в＠ пределах＠ времениＬ＠

равного＠ сроку＠ службы＠ ＨТелＩＬ＠ должны＠ соответствовать＠ нормам＠ при＠ приемке＠ и＠ поставкеＬ＠

приведённым＠ в＠ таблице＠ 2 и＠ картах＠ заказа＠

2.3.3 Электрические＠ параметры＠ микросхем＠ в＠ процессе＠ и＠ после＠ воздействия＠

специальных＠ факторов＠ должны＠ соответствовать＠ нормамＬ＠ установленным＠ в＠ таблице＠ 2 и＠

картах＠ заказа＠ для＠ крайних＠ значений＠ рабочей＠ температуры＠ средыＮ＠

2.3.4 Электрические＠ параметры＠ микросхем＠ в＠ течение＠ гаммаＭпроцентнога＠ срока＠

сохраняемости＠ при＠ их＠ хранении＠ в＠ условияхＬ＠ допускаемых＠ настоящими＠ ТУＬ＠ должны＠

соответствовать＠ нормам＠ при＠ приемке＠ и＠ поставкеＬ＠ приведённым＠ в＠ таблице＠ 2 и＠ картах＠

заказаＮ＠

2.3.5 Номинальное＠ значение＠ напряжения＠ питания＠ микросхем＠ должно＠ быть＠ 3 ВＮ＠

Допустимые＠ отклонения＠ значения＠ напряжения＠ питания＠ от＠ номинального＠ должны＠ быть＠ не＠

более＠ ±10 %. 

Амплитудное＠ значение＠ напряжения＠ пульсацииＬ＠ включая＠ высокочастотные＠ и＠

импульсные＠ наводкиＬ＠ на＠ выводе＠ питания＠ должно＠ быть＠ не＠ более＠ ОＬ＠ 1 В＠ и＠ не＠ превышать＠

пределов＠ допустимых＠ отклонений＠ значения＠ напряжения＠ питания＠ от＠ номинальногоＮ＠

2.3.6 Значения＠ предельноＭдопустимых＠ и＠ предельных＠ режимов＠ эксплуатации＠ в＠

диапазоне＠ рабочих＠ температур＠ среды＠ должны＠ соответствовать＠ нормамＬ＠ установленным＠ в＠

таблице＠ 3. 

1 сＺ＠

ｾｾｾｾＫＭＭＫＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＫＭＭｾ＠
ｾ＠ ｾ＠ АЕЯРＮＴＳＱＲＶＰＮＲＲＷ＠ ТУ＠
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Таблица＠ 2 Электрические＠ параметры＠ микросхем＠ при＠ приёмке＠ и＠ поставке＠

Наименование＠ параметраＬ＠

единица＠ измеренияＬ＠

режим＠ измерения＠

1 

Выходное＠ напряжение＠ низкого＠

уровняＬ＠ В＠ при＠ IoL = 3,0 мА＠

Выходное＠ напряжение＠ низкого＠

уровняＬ＠ В＠ при＠ IoL= 30 мкА＠

Выходное＠ напряжение＠ высокого＠

уровняＬ＠ В＠ при＠ ｉон］＠ 1 ,5 мА＠

Выходное＠ напряжение＠ высокого＠

уровняＬ＠ В＠ при＠ ｉон］＠ 30 мкА＠

Ток＠ потребленияＬ＠ мА＠

при＠ Ucc = ＳＬＳВ＠

Токи＠ утечки＠ низкого＠ и＠ высокого＠

уровней＠ на＠ входеＬ＠ мкА＠

при＠ Ucc = ＳＬＳВ＠

Выходной＠ ток＠ низкого＠ и＠ высокого＠

уровней＠ в＠ состоянии＠ ＢВыключеноＢＬ＠

мкА＠ при＠ Ucc = ＳＬＳВ＠

Ток＠ доопределения＠ внешнего＠

вывода＠ до＠ высокого＠ уровняＬ＠ мА＠

при＠ Ucc = ЗＬЗВ＠

Ток＠ доопределения＠ внешнего＠

вывода＠ до＠ низкого＠ уровняＬ＠ мА＠

при＠ Ucc = ＳＬＳВ＠

Время＠ задержки＠ на＠ вентильＬ＠ не＠

при＠ Ucc = ＳＬＳВ＠ и＠ CL ::; ＱＵＰпФＪ＠

Входная＠ емкостьＬ＠ пФ＠

Емкость＠ входаＯвыходаＬ＠ пФ＠

Выходная＠ емкостьＬ＠ пФ＠

* С＠ учётом＠ паразитных＠ емкостей＠

* * Параметры＠ гарантируются＠

Буквенное＠

обозначение＠

параметра＠

2 

UOL 

ｕон＠

Icc 

liLL, 

liLH 

lOZL, 

ｉｯｺн＠

ｬНｉｒ＠

lLIR 

to *** 

Cr** 

СｲюＪＪ＠

СоＪＪ＠

Норма＠ параметра＠

не＠

менее＠

2,4 

2,6 

0,03 

0,07 

3 

не＠

более＠

0,3 

0,1 

0,15 

0,4 

0,3 

3,0 

0,3 

3,0 

1 

2 

3,0 

5,0 

7 

7 

7 

* * * Конкретные＠ значения＠ время＠ задержки＠ t0 приводятся＠ в＠ карте＠ заказаＮ＠

Темпераﾭ

тура＠ среды＠

ос＠

4 

+25±10 

минус＠ 60 

+85 

+25±10 

минус＠ 60 

+85 

+25±10 

минус＠ 60 

+85 

+25±10 

минус＠ 60 

+85 

+25±10 

минус＠ 60 

+85 

+25±10 

минус＠ 60 

+85 

+25±10 

минус＠ 60 

+85 

+25±10 

минус＠ 60 

+85 

+25±10 

+25±10 

+25±10 

ПримечанияＺ＠ 1 Режимы＠ измерения＠ электрических＠ параметров＠ приведены＠ в＠ таблице＠ бＮ＠

2 В＠ карте＠ заказа＠ в＠ технически＠ обоснованных＠ случаях＠ могут＠

устанавливаться＠ другие＠ значения＠ электрических＠ и＠ динамических＠

параметров＠ с＠ указанием＠ метода＠ контроляＮ＠

"! ｴ］］Ｔ］］］］］ｴＭＭＭＭＭＭＭ］］］］ＡＺｾｾ［［ｾｾ＠g IN 
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1 Таблица＠ Ｒа＠ Параметр＠ микросхемыＬ＠ измеряемой＠ в＠ процессе＠ воздействия＠ спецфакторовＮ＠
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Наименование＠ параметраＬ＠ 1 1 Норма＠ параметра＠ 1 ТемпераＭ

Буквенное＠

единица＠ измеренияＬ＠ 1 
обозначение＠

не＠ не＠ тураＬ＠

режим＠ измерения＠ менее＠ более＠ ос＠

1 2 3 4 

+25±10 

Импульсный＠ ток＠ потребленияＬ＠ мА＠ 1 lCCP 300 минус＠ 60 

при＠ Ucc = ＳＬＳВ＠ +85 

2.3.7 Порядок＠ подачи＠ и＠ снятия＠ напряжений＠ питания＠ и＠ входных＠ сигналов＠ на＠

микросхемы＠ должен＠ быть＠ следующимＺ＠

- при＠ включении＠ на＠ микросхемы＠ сначала＠ подается＠ напряжение＠ питания＠ Ucc, а＠

затем＠ входные＠ сигналыＬ＠ или＠ одновременно［＠

при＠ выключении＠ напряжение＠ питания＠ Ucc 

одновременно＠ с＠ входными＠ сигналамиＮ＠

2.3.8 Микросхемы＠ должны＠ быть＠ устойчивы＠

электричества＠ с＠ потенциалом＠ не＠ менее＠ 1 000 ВＮ＠

снимается＠ последним＠ или＠

к＠ воздействию＠ статического＠

ｾ＠ <'\\ 

ｾ＠ ｾ＠ 1 ｾ＠ ] ｉЛистｬ＠
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Таблица＠ 3 ПредельноＭдопｪстимые＠ и＠ предельные＠ режимы＠ эксплуатации＠ микросхем＠

Буквенное＠

Норма＠ параметра＠

Наименование＠ параметра＠ режимаＬ＠
обозначение＠ предельноＭ допустимый＠

предельный＠ режим＠ 1 

единица＠ измерения＠
режим＠

параметра＠

не＠ менее＠ не＠ более＠ не＠ менее＠ не＠ более＠ 1 

1 2 3 4 5 6 
1 

Напряжение＠ питанияＬ＠ В＠ Ucc 2.7 3.3 минус＠ 0.2 5.0 

1 

НапряжениеＬ＠ прикладываемое＠ к＠
1 

UOI о＠ Ucc минус＠ 0.4 Ucc+0.4 1 

выходу＠ закрытой＠ микросхемыＬ＠ В＠

Входное＠ напряжение＠ низкого＠ уровняＬ＠

UIL о＠ 0.4 минус＠ 0.4 1 

в＠
1 

Входное＠ напряжение＠ высокого＠ 1 

ｕш＠ Ucc- 0.4 Ucc Ucc+0.41 
уровняＬ＠ В＠

1 

Выходной＠ ток＠ низкого＠ уровняＬ＠ мА＠ IoL 3.0 6.0 1 

Выходной＠ ток＠ высокого＠ уровняＬ＠ мА＠ ｉон＠ 1.5 3.0 

Частота＠ срабатывания＠ триггера＠ D-
fc 30 - -

типа＠ в＠ счетном＠режимеＬ＠ МГц＠

Время＠ нарастания＠ и＠ спада＠ входных＠

5* 200 ｴｌНＬ＠ ｴнｌ＠ - -
тактовых＠ сигналовＬ＠ не＠

60** 
Емкость＠ нагрузкиＬ＠ пФ＠ CL 250 

150*** 

* При＠ контроле＠ параметров＠

ＪＪПри＠ температуре＠ ＫＲＵﾰС＠ ﾱＱＰﾰС＠

ＪＪＪПри＠ температуре＠ минус＠ 60 ＫＸＵﾰС＠

ПримечанияＺ＠ 1. В＠ предельном＠ режиме＠ допускается＠ импульсное＠ превышение＠ напряжения＠

входного＠ сигнала＠ над＠ напряжением＠ питания＠ Ucc ＨположительноеＩ＠ и＠

относительно＠ вывода＠ ＢОбщийＢ＠ GND ＨотрицательноеＩ＠ амплитудой＠ 0,7 В＠ Ｈс＠

учётом＠ постоянной＠ составляющейＩ＠ длительностью＠ не＠ более＠ 200 не＠ и＠

скважностью＠ не＠ менее＠ 5. 

2. Суммарный＠ выходной＠ ток＠ низкого＠ уровня＠ по＠ всем＠ выходам＠ не＠ должен＠

превышать＠ 90 мА＠ Ｈпо＠ одновременно＠ переключаемым＠ выводамＩＮ＠
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2. 7 Требования＠ по＠ надежности＠

2.7.1 Наработка＠ до＠ отказа＠ ＨТнＩ＠ в＠ режимах＠ и＠условиях＠ эксплуатацииＬ＠ допускаемых＠

настоящими＠ ТУＬ＠ при＠ температуре＠ окружающей＠ среды＠ не＠ более＠ ( 65+5) ос＠ должна＠ быть＠ не＠

менее＠ 100.000 чＮ＠ и＠ не＠ менее＠ 120.000 чＮ＠ в＠ следующем＠ облегченном＠ режимеＺ＠

при＠ Ucc = 3 B±S%, выходные＠ токи＠ loL, ｉон＠ не＠ более＠ 50% от＠ значенийＬ＠ установленных＠ в＠

таблице＠ 6. 

2. 8 Требования＠ по＠ стойкости＠ к＠ технологическим＠ воздействиям＠

при＠ изготовлении＠ радиоэлектронной＠ аппаратуры＠

Требования＠ по＠ стойкости＠ к＠ технологическим＠ воздействиям＠ при＠ изготовлении＠

радиоэлектронной＠ аппаратуры＠ - по＠ ОСТ＠ В＠ 11 0998. 

2. 9 Требования＠ к＠ совместимости＠ микросхем＠

Требования＠ к＠ совместимости＠ микросхемＭ по＠ ОСТ＠ В＠ 11 0998. 

2.1 О＠ Дополнительные＠ требования＠ к＠ микросхемам＠

2.1 0.1 Микросхемы＠ пожаробезопасныＮ＠

2.11 Требования＠ к＠ маркировке＠ микросхем＠

2.11.1 На＠ каждой＠ микросхеме＠ должен＠ быть＠ нанесен＠ регистрационный＠ номер＠ карты＠

заказаＮ＠

2.11.2 Чувствительность＠ микросхем＠ к＠ СЭ＠ обозначается＠ равносторонним＠

треугольником＠ ( 6. ), который＠ совмещается＠ с＠ обозначением＠ первого＠ вывода＠ микросхемы＠ в＠

соответствии＠ с＠ пунктом＠ 2.2.30. 

2. 12 Требования＠ к＠ упаковке＠

2.12.1 Микросхемы＠ могут＠ быть＠ упакованы＠ в＠

автоматической＠ сборки＠ ＨмонтажаＩ＠ аппаратуры＠ по＠ ГОСТ＠ РВ＠

коробки＠ для＠ ручной＠ сборки＠ ＨмонтажаＩ＠ аппаратуры＠ в＠

конструкторской＠ документацииＬ＠ приведеиным＠ в＠ таблице＠ 1. 

спутникиＭносители＠ для＠

20.39.412 или＠ в＠ картонные＠

соответствии＠ комплектом＠

Конкретный＠ вид＠ упаковки＠ указывается＠ в＠ договоре＠ на＠ поставкуＮ＠

2.12.7 Содержание＠ маркировки＠ упаковки＠ должно＠ соответствовать＠ полному＠

условному＠ обозначению＠ микросхемыＭ ＵＵＰＷБЦＱУＭ ХХХＬ＠ где＠ ХХХＭ регистрационный＠

номер＠ карты＠ заказаＬ＠ указанный＠ в＠ условных＠ обозначениях＠ микросхем＠ в＠ таблице＠ 1-1 

настоящих＠ ТУＮ＠

ｾ＠ ｾＱＭＭＭＫＭＭＭＭｲＭＭＭＭＭＭＭＭＭ［ＭＭＭＭＭＭтＭＭＭｴ＠
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3 ТРЕБОВАНИЯ＠ К＠ ОБЕСПЕЧЕНИЮ＠ И＠ КОНТРОЛЮКАЧЕСТВА＠

Требования＠ к＠ обеспечению＠ и＠ контролю＠ качества＠ - по＠ ОСТ＠ В＠ 11 0998 с＠

дополнениями＠ и＠ уточнениямиＬ＠ изложенными＠ в＠ настоящем＠ разделеＮ＠

3. 1 Общие＠ положения＠

Общие＠ положенияＭ по＠ ОСТ＠ В＠ 11 0998. 

3.2 Требования＠ к＠ обеспечению＠ и＠ контролю＠ качества＠ в＠ процессе＠

разработки＠

Требования＠ к＠ обеспечению＠ и＠ контролю＠ качества＠ в＠ процессе＠ разработки＠ -

по＠ ост＠ в＠ 11 0998. 

3. 3 Требования＠ к＠ обеспечению＠ и＠ контролю＠ качества＠ в＠ процесс＠ е＠

производства＠

3.3.9.4 Отбраковочные＠ испытания＠ проводят＠ со＠ следующими＠ дополнениями＠ и＠

уточнениямиＺ＠

- термообработку＠ микросхем＠ после＠ герметизации＠ проводят＠ при＠ повышенной＠

рабочей＠ температуре＠ +85 ﾰС［＠

- испытание＠ на＠ воздействие＠ изменения＠ температуры＠ среды＠ проводятＺ＠

1 о＠ циклов＠ от＠ минус＠ 60 до＠ + 125 ﾰС［＠

- допускается＠ по＠ согласованию＠ с＠ представителем＠ заказчика＠ ＨПЗＩ＠ вместо＠ испытаний＠

на＠ линейное＠ ускорение＠ 30000 g проводить＠ для＠ каждой＠ партии＠ микросхем＠ контроль＠

прочности＠ сварных＠ соединений＠ по＠ методу＠ 109--4 ОСТ＠ 11 073 О＠ 13 с＠ допустимой＠

растягивающей＠ силой＠ не＠ менее＠ 0,04 Н＠ (0,004 кгсＩ＠ и＠ контроль＠ прочности＠ крепления＠

кристалла＠ по＠ методу＠ 115-1 ОСТ＠ 11 073 О＠ 13 с＠ величиной＠ сдвигающей＠ силы＠ не＠ менее＠ ＲкГ＠ с＠ . 

- электрические＠ испытания＠ перед＠ электротермотренировкой＠ ＨЭТТＩ＠ проводят＠ при＠

нормальных＠ климатических＠ условиях＠ с＠ проверкой＠ статических＠ и＠ динамических＠

параметров＠ и＠ функционального＠ контроля＠ в＠ соответствии＠ с＠ Г＠ АВЛＮＴＳＱＲＶＰＮＰＲＴ＠ ТБ＠ и＠ картами＠

заказа［＠

- после＠ ЭТТ＠ проводят＠ электрические＠ испытания＠ и＠ функциональный＠ контроль＠ при＠

нормальных＠ климатических＠ условияхＬ＠ повышенной＠ и＠ пониженной＠ рабочей＠ температуре＠

среды＠ в＠ соответствии＠ с＠ Г＠ АВЛＮＴＳＱＲＶＰＮＰＲＴ＠ ТБ＠ и＠ картами＠ заказаＮ＠

Проверку＠ статических＠ параметров＠ и＠ функциональный＠ контроль＠ при＠ повышенной＠

рабочей＠ температуре＠ среды＠ проводят＠по＠ методу＠ 20 1-1.1; 

Ｍпроверку＠ герметичности＠ проводят＠ по＠ методу＠ 401-8. 

Функциональный＠ контроль＠ проводят＠ по＠ методикеＬ＠ приведеиной＠ в＠ пункте＠ 3.6.7 

настоящих＠ ТУＮ＠
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3.4 Гарантии＠ выполнения＠ требований＠ к＠ изготовлению＠ микросхем＠

Гарантии＠ выполнения＠ требований＠ к＠ изготовлению＠ микросхемＭ по＠ ОСТ＠ В＠ 11 0998. 

3. 5 Правила＠ приемки＠

3. 5.1 Общие＠ требования＠

3.5.1.1 Для＠ подгрупп＠ испытаний＠ Al, Bl, ВＲＬ＠ ВＳＬ＠ВＴＬ＠ D3, D6 допускается＠ включать＠ в＠

выборку＠ дефектные＠ микросхемы＠ по＠ электрическим＠ параметрамＮ＠

3.5.1.2 При＠ испытаниях＠ по＠ подгруппам＠ КＷＬ＠ КＹＬ＠ КＱＱ＠ Ｈгруппы＠ испытаний＠ 4, 7, 8, 9 

таблицыＡ＠ и＠ 4, 5, 6 таблицы＠ 2 ОСТ＠ 11 073.013), КＱＲＬ＠КＱＴＬ＠ КＱＶＬ＠КＱＸＬ＠ КＲＲＬ＠КＲＳＬ＠ КＲＴＬ＠КＲＵＬ＠

КＲＶＬ＠ СＲＬ＠ СＴＬ＠ D2, D4 Ｈгруппы＠ испытаний＠ 2, 3, 4 таблицы＠ 3 ОСТ＠ 11 073.013) установку＠ и＠

крепление＠ микросхем＠ производят＠ в＠ соответствии＠ с＠ рисунком＠ 1, а＠ формовку＠ и＠ обрезку＠

выводов＠ - в＠ соответствии＠ с＠ рисунком＠ 2. 

При＠ испытаниях＠ по＠ подгруппам＠ КＸ＠ Ｈпоследовательность＠ 2), КＹ＠

Ｈпоследовательности＠ 1,2,3), Kll Ｈгруппа＠ испытаний＠ 4 таблиц＠ 1,2 ОСТ＠ 11 073.013), ВＶ＠

Ｈпоследовательность＠ 2), СЗ＠ Ｈпоследовательность＠ 2), СＴ＠ Ｈпоследовательности＠ 1, 2. 3), D4 

Ｈгруппа＠ испытаний＠ 2 таблицы＠ 3 ОСТ＠ 11 073.013) направление＠ воздействия＠ ускорения＠ в＠

соответствии＠ с＠ рисунком＠ 1. 

При＠ испытаниях＠ по＠ подгруппам＠ КＸ＠ Ｈпоследовательность＠ 1 ), КＹ＠

Ｈпоследовательность＠ 4), К＠ 11 Ｈгруппы＠ испытаний＠ 2,3 таблиц＠ 1,2 ОСТ＠ 11 073.013), 

Kl2,K13,K14 Ｈпоследовательность＠ 2), КＱＵＬ＠ Kl6, КＱＷＬ＠ ВＶ＠ Ｈпоследовательность＠ 1), СЗ＠

Ｈпоследовательность＠ 1), СＴ＠ ＨпоследовательностиＱＬ＠ 2, 3), D3 микросхемы＠ помещают＠ в＠

камеры＠ такＬ＠ чтобы＠ они＠ не＠ касались＠ друг＠ другаＮ＠

Допускается＠ по＠ подгруппам＠ КＷＬ＠ Kl1 Ｈгруппа＠ испытаний＠ 7, 8, 9 таблицы＠ 1 и＠ 5, 6 

таблицы＠ 2 ОСТ＠ 11 073.013), КＱＴＬ＠КＱＶＬ＠ КＱＸＬ＠ КＲＲＬ＠ КＲＳＬ＠ КＲＴＬ＠ КＲＵＬ＠ КＲＶＬ＠ СＲＬ＠ D2, D4 Ｈгруппы＠

испытаний＠ 3, 4 таблицы＠ 3 ОСТ＠ 11 073.013) проводить＠ испытания＠ микросхем＠ без＠ их＠

распайки＠ на＠ печатные＠ платы＠ с＠ использованием＠ контактирующих＠ устройствＮ＠

3.5.1.5 Допускается＠ по＠ согласованию＠ с＠ ПЗ＠ проводить＠ квалификационные＠

испытания＠ на＠ этапе＠ освоения＠ микросхем＠ по＠ тестовой＠ микросхеме＠ ＵＵＰＷБЦＱ＠ УＭＰＰＰＬ＠ для＠

которой＠ в＠ настоящих＠ ТУ＠ приведена＠ таблица＠ 6 контроля＠ электрических＠ параметров＠ и＠

схемы＠ включения＠ при＠ испытаниях＠ под＠ электрической＠ нагрузкой＠ на＠ рисунках＠ 3-5. 

3.5 .1.6 Периодичность＠ проведения＠ испытаний＠ по＠ подгруппам＠ С＠ 1, СＲＬ＠ СＶ＠ - 6 

месяцевＮ＠

3.5.1.7 Объем＠ выборки＠ по＠ подгруппе＠ СＲ＠ - 20 микросхемＬ＠ по＠ подгруппе＠ СＶ＠ - 5 

микросхемＬ＠ по＠ подгруппе＠ D4 - 1 7 микросхем＠ с＠ распределением＠ количества＠ микросхем＠ по＠

пＮпＮ＠ 1,2,3,4. 

Таблица＠ 3 ОСТ＠ 11.073.013- 2,5,5,5 штＮ＠ соответственноＮ＠
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3.5.2. Квалификационные＠ испытания＠ Ｈгруппа＠ КＩ＠

3.5.2.1 Состав＠ испытанийＬ＠ деление＠ состава＠ испытаний＠ на＠ подгруппыＬ＠

последовательность＠ их＠ проведения＠ в＠ пределах＠ каждой＠ подгруппыＬ＠ методы＠ и＠ условия＠

испытаний＠ приведеныв＠ таблицах＠ 4, 5 настоящих＠ ТУＮ＠

Планы＠ контроля＠ и＠ приемочное＠ число＠ устанавливают＠ в＠ соответствии＠ с＠ графой＠ 4 

таблицы＠ 9 ОСТ＠ В＠ 11 0998. 

3.5.3 ПриёмоＭсдаточные＠ испытания＠ Ｈгруппы＠ А＠ иВＩ＠

3.5.3.1 Состав＠ испытанийＬ＠ деление＠ состава＠ испытании＠ на＠ подгруппыＬ＠

последовательность＠ их＠ проведения＠ в＠ пределах＠ каждой＠ подгруппыＬ＠ методы＠ и＠ условия＠

испытаний＠ приведеныв＠ таблице＠ 4 настоящих＠ ТУＮ＠

Планы＠ контроля＠ и＠ приемочное＠ число＠ устанавливают＠ в＠ соответствии＠ с＠ графой＠ 4 

таблицы＠ 1 О＠ ОСТ＠ В＠ 11 0998. 

3.5.4 Периодические＠ испытания＠ Ｈгруппы＠ С＠ и＠ D) 

3.5.4.1 Состав＠ испытанийＬ＠ деление＠ состава＠ испытаний＠ на＠ подгруппыＬ＠

последовательность＠ их＠ проведения＠ в＠ пределах＠ каждой＠ подгруппыＬ＠ методы＠ и＠ условия＠

испытаний＠ приведеныв＠ таблицах＠ 4,5 настоящих＠ ТУＮ＠

Планы＠ контроля＠ и＠ приемочное＠ число＠ устанавливают＠ в＠ соответствии＠ с＠ графой＠ 4 

таблицы＠ 11 ОСТ＠ В＠ 11 0998. 
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3.6 Методы＠ контроля＠

3.6.1 Схемы＠ включения＠ микросхем＠ под＠ электрическую＠ нагрузку＠ при＠ испытанияхＬ＠

электрические＠ режимы＠ выдержки＠ в＠ процессе＠ испытанийＬ＠ способы＠ контроля＠ и＠ параметры＠ -

критерии＠ контроля＠ нахождения＠ микросхем＠ под＠ этими＠ режимами＠ приведены＠ на＠

рисунках＠ 3-5. 

3.6.2 Методы＠ измерения＠ электрических＠ параметров＠

3.6.2.1 Измерение＠ выходных＠ напряжений＠ низкого＠ и＠ высокого＠ уровня＠ UoL и＠ ｕон＠

проводят＠ согласно＠ ГОСТ＠ 18683.1 в＠ режимах＠ и＠ условияхＬ＠ указанных＠ в＠ таблице＠ 6 в＠

соответствии＠ с＠ таблицей＠ проверки＠ электрических＠ параметров＠ ＨТПЭПＩＬ＠ приведённой＠ в＠

карте＠ заказа＠ по＠ схеме＠ измеренияＬ＠ приведеиной＠ на＠ рисунке＠ 6. 

3.6.2.2 Измерение＠ тока＠ потребления＠ Icc проводят＠ согласно＠ ГОСТ＠ 18683.1 в＠

режимах＠ и＠ условияхＬ＠ указанных＠ в＠ таблице＠ 6, по＠ схеме＠ измеренияＬ＠ приведеиной＠ на＠

рисунке＠ 8, в＠ соответствии＠ с＠ ТПЭПＬ＠ приведеиной＠ в＠ карте＠ заказаＮ＠ При＠ этом＠ измерение＠

проводится＠ в＠ тестеＬ＠ указанном＠ в＠ карте＠ заказаＮ＠

При＠ наличии＠ резисторовＬ＠ подключенных＠ к＠ выводам＠ микросхемыＬ＠ резисторы＠

отключаются＠ только＠ от＠ выводовＬ＠ находящихся＠ в＠ режиме＠ активного＠ выхода＠ и＠ указанных＠ в＠

карте＠ заказаＮ＠ Затем＠ проводится＠ измерение＠ тока＠ потребления＠ Icc в＠ статическом＠ режимеＮ＠

3.6.2.3 Измерение＠ токов＠ утечки＠ высокого＠ и＠ низкого＠ уровня＠ на＠ входе＠ ｬｵнＬ＠ и＠ luL 

проводят＠ согласно＠ ГОСТ＠ 18683.1 в＠ режимах＠ и＠ условияхＬ＠ указанных＠ в＠ таблице＠ 6, по＠ схеме＠

измеренияＬ＠ приведеиной＠ на＠ рисунке＠ 9, согласно＠ ТПЭПＬ＠ приведеиной＠ в＠ карте＠ заказаＮ＠

3.6.2.4 Измерение＠ выходного＠ тока＠ высокого＠ и＠ низкого＠ уровня＠ в＠ состоянии＠

ﾫВыключеноﾻ＠ ＨвыходＬ＠ выходＯвходＩ＠ ｬｯｺнＬ＠ lozL проводят＠ согласно＠ ГОСТ＠ 18683.1 в＠ режимах＠

и＠ условияхＬ＠ указанных＠ в＠ таблице＠ 6, и＠ ТПЭПＬ＠ приведеиной＠ в＠ карте＠ заказаＬ＠ по＠ схеме＠

измеренияＬ＠ приведеиной＠ на＠ рисунке＠ 9. 

При＠ этом＠ измерение＠ ｬｯｺнＬ＠ и＠ lozL проводится＠ в＠ тестахＬ＠ указанных＠ в＠ карте＠ заказаＮ＠ При＠

наличии＠ на＠ выводах＠ резисторовＬ＠ отключение＠ резисторов＠ от＠ измеряемого＠ вывода＠

производится＠ только＠ в＠ момент＠ измерения＠ ｬｯｺнＬ＠ и＠ lozL· 

3.6.2.5 Измерение＠ времени＠ задержки＠ t0 проводят＠ согласно＠ ГОСТ＠ 18683.2 в＠ режимах＠

и＠ условияхＬ＠ указанных＠ в＠ таблице＠ 6, по＠ схеме＠ измеренияＬ＠ приведеиной＠ на＠ рисунке＠ 10. 

Методика＠ контроля＠ динамических＠ параметровＬ＠ нормы＠ и＠ режимы＠ приведены＠ в＠ карте＠

заказаＮ＠

3.6.2.6 Измерение＠ емкостей＠

Измерение＠ входной＠ емкости＠ С Ｑ Ｌ＠ выходной＠ емкости＠ Со＠ и＠ емкости＠ входаＯвыхода＠ СＱＱо＠

проводят＠ в＠ режимах＠ и＠ условияхＬ＠ указанных＠ в＠ таблице＠ 6, по＠ схеме＠ измеренияＬ＠ приведеиной＠

на＠ рисунке＠ 11, с＠ помощью＠ измерителя＠ емкостейＮ＠

При＠ измерении＠входной＠ емкости＠ CI, выходной＠ емкости＠ Со＠ и＠ емкости＠ входаＯвыхода＠

СＱＱо＠ переключателЪ＠ S последовательно＠ подключается＠ к＠ контролируемому＠ выводу＠

микросхемыＮ＠ Тип＠ контролируемого＠ вывода＠ ＨвходＬ＠ выход＠ или＠ входＯвыходＩ＠ указывается＠ в＠

карте＠ заказа＠ . 

Перед＠ измерением＠ входной＠ емкости＠ СＬＬ＠ выходной＠ емкости＠ Со＠ и＠ емкости＠

входаＯвыхода＠ СＱＱо＠ необходимо＠ измерить＠ паразитную＠ емкость＠ Сп＠ измерительного＠

устройства＠ без＠ микросхемыＮ＠
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Входная＠ емкость＠ С Ｑ＠ Ｈвыходная＠ емкость＠ Со＠ или＠ ёмкость＠ входаＯвыхода＠ СＱＱоＩ＠

подсчитывается＠ по＠ формулеＺ＠

СＬ＠ ＨСо＠ или＠ С＠ 110 Ｉ］СＧＬ＠ ＨСＧо＠ или＠ СＧＱＱＰＩＭ СпＬ＠

ГдеＺ＠ С Ｑ＠ ＨСо＠ или＠ С＠ 1 юＩ＠ - входная＠ емкость＠ Ｈвыходная＠ емкость＠ или＠ емкость＠

входаＯвыходаＩＬ＠ измеренная＠ с＠ подключением＠ микросхемы［＠

Сп＠ - паразитная＠ емкость＠ измерительного＠ устройстваＬ＠ измеренная＠ без＠ микросхемыＮ＠

3.6.3 Параметры＠ микросхем＠ для＠ всех＠ видов＠ испытанийＬ＠ их＠ нормыＬ＠ погрешности＠

измеренийＬ＠ условияＬ＠ режимы＠ измерения＠ этих＠ параметров＠ приведены＠ в＠ таблице＠ 6. 

Погрешности＠ измерения＠ электрических＠ параметров＠ указаны＠ при＠ установленной＠

вероятности＠ 0,997. 

3.6.4 Перечень＠ контрольноＭизмерительных＠ приборов＠ и＠ оборудованияＬ＠

обеспечивающих＠ испытания＠ микросхем＠ и＠ измерения＠ их＠ параметровＬ＠ приведен＠ в＠

приложении＠ ДＮ＠

3.6.6 При＠ испытаниях＠ по＠подгруппам＠ КＲＲＬ＠ КＲＳＬ＠ КＲＴＬ＠ КＲＵ＠ контроль＠ параметров＠ и＠

работоспособности＠ в＠ процессе＠ испытаний＠ осуществляется＠ по＠ схеме＠ измеренияＬ＠

приведеиной＠ на＠ рисунке＠ 5. 

При＠ испытаниях＠ по＠ подгруппе＠ КＲＳ＠ с＠ характеристикой＠ ＷИＶ＠ осуществляется＠

контроль＠ импульсного＠ тока＠ потребления＠ IccP по＠ падению＠ напряжения＠ на＠ резисторе＠

R- МЛТＭＲＭＨＱＭＲＩ＠ ±10% Ом＠ в＠ цепи＠ GND. 

Контроль＠ работоспособности＠ осуществляется＠ осциллографомＬ＠ который＠

подключается＠ к＠ соответствующим＠ выводам＠ микросхемыＮ＠ Испытания＠ микросхем＠ проводят＠

при＠ Ucc = ＳВ＠ ± 1 О＠ %. 

3.6.7 Функциональный＠ контроль＠ осуществляется＠ методом＠ установления＠ на＠ входах＠

микросхемы＠ определенных＠ входных＠ комбинаций＠ и＠ измерения＠ при＠ этом＠ на＠

соответствующих＠ выводах＠ выходных＠ напряжений＠ низкого＠ и＠ высокого＠ уровня＠ UoLF и＠ ｕｯнｆﾷ＠

Измерения＠ проводят＠ согшｴсно＠ ОСТ＠ 11 073.944 в＠ режимах＠ и＠ условияхＬ＠ указанных＠ в＠

таблице＠ б＠ и＠ карте＠ заказаＬ＠ по＠ схеме＠ измеренияＬ＠ приведеиной＠ на＠ рисунке＠ 7, согласно＠ ТПЭПＬ＠

приведеиной＠ в＠ карте＠ заказаＮ＠

В＠ случае＠ использования＠ внешних＠ выводов＠ в＠ режиме＠ ＢвходＭвыходＢ＠ с＠ третьим＠

состояниемＬ＠ что＠ указывается＠ в＠ карте＠ заказаＬ＠ между＠ этими＠ выводами＠ и＠ Ucc подключается＠

резистор＠ R = 1,5 - 2,0 кОм＠ ± 1 О＠ %. 

3.7 Гарантии＠ выполнения＠ требований＠ к＠ микросхемам＠

3. 7.1 Гарантии＠ выполнения＠ требований＠ к＠ микросхемамＭ по＠ ОСТ＠ В＠ 11 0998. 
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Таблица＠ 4- Квалификационные＠ ＨКＩＬ＠ приемоＭсдаточные＠ ＨА＠ и＠ ВＩ＠ и＠ периодические＠ испытания＠ ＨС＠ и＠ D) микросхем＠ ＵＵＰＷБЦＱ＠ У＠ ＭХХХＬ＠ где＠

ХХХ＠ Ｍрегистрационный＠ номер＠ карты＠ заказаＬ＠ указанный＠ в＠ условных＠ обозначениях＠ микросхем＠ в＠ таблице＠ 1-1. 

Подﾭ

группы＠

испытаＭ

Вид＠ и＠ последовательность＠

испытания＠

Порядковые＠ номера＠ параметров＠ в＠ соответствии＠

с＠ таблицей＠ 6 

Метод＠

Примечанне＠

1 1 1 1 v 

перед＠ в＠ процессе＠ после＠

испытания＠

по＠ ост＠ 11 

073.013 

Ｈили＠ НДＩ＠
:::::1 

ｾ＠
:s: 
n 
".. 

ｾ＠
ej 
1'> 

> 
ｾ＠
""= 
ｾ＠
ｾ＠..... 
N 
<:7'1 

= N 
N 
-....1 

--3 
'< 

...... Ｌｾ＠
\0 ｾ＠..., 

нии＠

1 2 

Kl, 11( ) Проверка＠ внешнего＠ вида＠

ＨАＱＩＬ＠

СＱ＠

Kl 12(1) Проверка＠ статических＠ параметровＬ＠ приＺ＠

ＨАＲＩ＠ - нормальных＠ климатических＠ условиях＠

СＱ＠ - пониженной＠ рабочей＠ температуре＠ среды＠

- повышенной＠ рабочей＠ температуре＠ среды＠

3(2) Проверка＠ динамических＠ параметровＬ＠ приＺ＠

- нормальных＠ климатических＠ условияхＮ＠

- пониженной＠ рабочей＠ температуре＠ среды＠

- повышенной＠ рабочей＠ температуре＠ среды＠

испытанием＠

3 

испытания＠

4 

по＠ образцам＠

внешнего＠ вида＠ и＠

описанию＠

бКОＮＳＴＷＮＲＷＳ＠ ДＲ＠

1.1; 2.1; 5.1; 6.1; 7.1 

1.2; 2.2; 5.2; 

1.3; 2.3; 5.3; 6.3; 7.3 

9.1 * 

9.2* 

9.3* 

,13/1 ,/L.._ 

испытания＠

5 6 

405-1.3 

500-1 

203-1 

201-2.1 

(201-1.1 для＠ АＲＩ＠

500-1 

203-1 

201-2.1 

(201-1.1 для＠ АＲＩ＠

7 

1 

1 
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:0: Продолжение＠ таблицы＠ 4 
ｾ＠
:s: 

1 2 (") 3 4 5 б＠ 7 ..., 

ｾ＠ КＱ＠
)cJ 

4 (3) Функциональный＠ контроль＠ при＠ : 500-7 
о＠

"' ＨАＲＩ＠'< - нормальных＠ климатических＠ условиях＠ - 3.1, 4.1 - 500-1 ...,. 

"' :r: ..., 
СＱ＠ пониженной＠ рабочей＠ температуре＠ среды＠ 3.2, 4.2 203-1 "" - - -

::J 
повышенной＠ рабочей＠ температуре＠ среды＠ 3.3, 4.3 201-2.1 1 о＠ - - -

)cJ 

::::1 
:s: (201-1.1 для＠ АＲＩ＠(") 

оＭ

)::::J КＱ＠ 5 Проверка＠ электрических＠ параметровＬ＠ отнесенных＠ в＠
g 
р＠

СＱ＠ ТУ＠ к＠ периодическим＠ испытаниямＬ＠ только＠ при＠

нормальных＠ климатических＠ условиях＠ - 10.1,11.1 - 500-1 

Kl б＠ Проверка＠ электрических＠ параметровＬ＠ отнесенных＠ в＠

ТУ＠ к＠ квалификационным＠ испытаниямＬ＠ при＠ : 

> - нормальных＠ климатических＠ условиях＠ - 10.1, 11.1, 12.1 - 500-1 3 
м＠
ｾ＠
"'Q - -
ｾ＠
w 7 Переключающие＠ испытания＠ при＠ : -N 
С｜＠

504-1 4 Q - нормальных＠ климатических＠ условиях＠ - - -
i-.J 
N 

АＲ＠ 4 Переключающие＠ испытания＠ при＠ : --..1 .., 
'< - нормальных＠ климатических＠ условиях＠ - - - 504-1 4 

- пониженной＠ рабочей＠ температуре＠ среды＠ - - - 4 

- повышенной＠ рабочей＠ температуре＠ среды＠ - - - 4 
1 

N ｬｾ＠о＠ ｾ＠
-i _._ 

- ··-·---



' ---------------------
ИнвＮ＠ N2 подл＠ Подпись＠ и＠ дата＠ ВзаимＮ＠ инвＮ＠ N2 ИнвＮ＠ N2 дублＮ＠ Подпись＠ и＠ дата＠

YLZ Ｑｾ＠ /,d?./6/ 
:::;: 

"' ЕＺ＠ Продолжение＠ таблицы＠ 4 
:::::< 
:s: 

1 2 3 4 5 6 7 n .., 

ｾ＠ КＲ＠ 502-1 
)::> 1 Испытание＠ на＠ чувствительность＠ к＠ разряду＠
о＠
ｾ＠

ＨСＶＩ＠ ＵＰＲＭＱа＠'-<: 

1.1, 2.1, 5.1, 6.1, 7.1 -ЕＺ＠ статического＠ электричества＠ -(1> 

::i 
Р＾＠

(1) Испытание＠ на＠ подтверждение＠ допустимых＠ 502-1 
:::::1 

5 о＠ уровней＠ статического＠ электричества＠ 1.1, 2.1, 5.1, 6.1, 7.1 - ＵＰＲＭＱб＠)::> -
ｾ＠
:s: 
n 
t7' 

J::l 
2 (2) Проверка＠ статических＠ параметров＠ при＠

ｾ＠
нормальных＠ климатических＠ условиях＠ - 1.1, 2.1, 5.1, 6.1, 7.1 - 500-1 Р＾＠

КＳ＠ 1 Проверка＠ габаритныхＬ＠ установочных＠ и＠

ВＱ＠
присоединительных＠ размеров＠

- По＠ габаритному＠ - 404-1 

(D3) чертежу＠

УＸＰＮＰＷＳＮＲＵＸ＠ гч＠ 6 

> 
2 ( ) Контроль＠ содержания＠ паров＠ воды＠ внутри＠t'_'!'j 

ｾ＠
ｾ＠ корпуса＠ - - - 222-1 2 для＠ ВＱ＠.... 
ｴй＠..... 

КＴ＠ 1 (1) Испытание＠ на＠ способность＠ к＠ пайке＠ Внешний＠ вид＠ Внешний＠ вид＠N 
ｾ＠

= ＨВＲＩ＠ 402-1 7 N выводов＠ - выводов＠

N 
......... 2 Испытание＠ на＠ теплостойкость＠ при＠ пайке＠ 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, - 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 403-1 8 ..., 
'-< 6.1, 7.1, 9.1* 5.1, 6.1, 7.1, 9.1 * 

3 (2) Проверка＠ внешнего＠ вида＠
-

По＠ образцам＠ - 405-1.3 

внешнего＠ вида＠ и＠

описанию＠

бКОＮＳＴＷＮＲＷＳ＠ ДＲ＠

1 

N 1:::::< _. fi 1 .., 
ｾ＠

L 
,/5/7 ｾＯсＮ＠
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f.?-2 ｾ＠ ｾｴ＼＿､ＧＭＯь＠
:s: 
w 
:::: Продолжение＠ таблицы＠ 4 
:::::. 
:s: 

1 2 3 4 5 б＠ 7 (") ..., 

ｾ＠
ｾ＠

КＵ＠ 1 ( 1) Испытание＠ выводов＠ на＠ воздействие＠ Внешний＠ вид＠ Внешний＠ вид＠ 9, 
о＠
;.: 

ВＳ＠ растягивающей＠ силы＠ выводов＠ - выводов＠ 109-1 2 для＠ ВＳ＠'< 
::: 
<1> 
:r: ＨСＵＩ＠..., 

2 (2) Испытание＠ гибких＠ проволочных＠ и＠ Внешний＠ вид＠ро＠

:::::1 ленточных＠ выводов＠ на＠ изгиб＠ - - выводов＠ 110-3 2 
о＠
ｾ＠
::J 
:s: 
(") 3 Испытание＠ гибких＠ лепестковых＠ выводов＠ на＠ Внешний＠ вид＠ 111-1 "" 
р＠

изгиб＠ -р＠..., - выводов＠ 2 
ро＠

( 4) Испытание＠ на＠ теплостойкость＠ при＠ пайке＠ 1.1, 2.1, 3.1,4.1, 5.1, - 1.1, 2.1, 3.1,4.1, 403-1 8 

бＮＱＬ＠ 7.1, 9.1 * 5.1, бＮＱＬ＠ 7.1, 9.1 * 

4 (5) Испытание＠ на＠герметичность＠ - - Оценка＠ герＭ 401-8 2 для＠ ВＳ＠

> 
метичности＠

ｾ＠
5 Проверка＠ качества＠ маркировки＠ Оценка＠ маркиＭ 407-1 

...,..., 

ｾ＠ - - .).) 

ｾ＠
ровки＠ по＠ образＭｾ＠

ＨН＠- цам＠ внешнего＠N 

'=" 
Q 

вида＠ и＠ описанию＠N 
N 

бКОＮＳＴＷＮＲＷＳ＠ ДＲ＠-....J 

ｾ＠

'< б＠ Испытания＠ на＠ воздействие＠ очищающих＠

растворителей＠
1.1, 2.1, 3.1,4.1, 5.1, 1.1, 2.1, 3.1,4.1, 411-1 ** 

бＮＱＬ＠ 7.1, 9.1 * 5.1, бＮＱＬ＠ 7.1, 9.1 * 
Внешний＠ вид＠

Ｑｾ＠ ｜ｾ＠
N "' ..., 
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ИнвＮ＠ ｎｾ＠ подл＠ Подпись＠ и＠ дата＠ ВзаимＮ＠ инвＮ＠ ｎｾ＠ ИнвＮ＠ ｎｾ＠ дублＮ＠ Подпись＠ и＠ дата＠

y.zz 
ｾ＠ ｾＭ ＯＬдＮＯＶ＠

:s: 
w 
зＺ＠ Продолжение＠ таблицы＠ 4 
ｾ＠
::: 
(") _, 

1 2 3 4 5 6 7 
ｾ＠
;;_, 

Кб＠ ( 1) Проверка＠ качества＠ маркировки＠ - - Оценка＠ маркиＭ 407-1 33 о＠

"' •.r 
7 

ＨВＴＩ＠ ровки＠ по＠ образＭ;::; 
z _, 
"' цам＠ внешнего＠

::::::1 
вида＠ и＠ описанию＠о＠

"" :::1 
::: бКОＮＳＴＷＮＲＷＳ＠ ДＲ＠(") 

"" 
}:::::1 1 (2) Внутренний＠ визуальный＠ контроль＠ - - - 405-1.1 10 
::j 

"' 2 (3) Контроль＠ прочности＠ сварного＠ соединения＠ 109-4 10 - - -

3 ( 4) Испытание＠ прочности＠ соединения＠ 10 

кристалла＠ на＠ сдвиг＠ - - - 115-1 2 для＠ ВＴ＠

КＷ＠ 1 ( 1) Кратковременные＠ испытания＠ на＠ 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 
11 

> безотказность＠ длительностью＠ 1 000 чＮ＠ 1.1, 2.1, 3.1, 5.1, 6.1, 7.1, 9.1 * 
t"!"j 
;::Q ＨСＲＩ＠ 4.1, 5.1, 6.1, 700-1 11 
:-= 7.1,9.1* 1000 чＮ＠
""" ＨН＠- КＷ＠ 2 Кратковременные＠ испытания＠ на＠ 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, N 
аＭＮ＠

безотказность＠ длительностью＠ 3000 чＮ＠ 1.1, 2.1, 3.1, ｾ＠

5.3, 6.3, 7.3, 9.3* 702-2.1 11 N 4.1, 5.1, 6.1, N 
-....] 

7.1,9.1* 3000 чＮ＠
-3 
'< 

3 Проверка＠ электрических＠ параметров＠ по＠ подＭ

500-1 
группе＠ КＱ＠ Ｍпоследовательности＠ 2, 3, 4, 6 

203-1 
Ｈпоследовательность＠ 6 только＠ для＠ нормальных＠

201-2.1 

климатических＠ условийＩ＠ - - - 500-7 1 

N ｾ＠
::: 

l;J (') _, 
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VLZ. ｾﾷ＠ ＯＭｾＮＯＶＮ｟｟＠
:s: 
w 
:0: Продолжение＠ таблицы＠ 4 
::::: 
:s: 

1 2 
..., 

4 5 6 7 (') ..., .) 

ｾ＠ ВＵ＠ Кратковременные＠ испытания＠ на＠ -
ц＠

- - 700-1 2 

Ｎｾ＠
безотказность＠ длительностью＠ 240 ч＠<' 

G 
:j 

КＸ＠ 1 ( 1) Испытание＠ на＠ воздействие＠ изменения＠"' 
:J 

ＨСＳＩ＠
температуры＠ 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, - - 205-3 

о＠
ц＠

::J 5.1, 6.1, 7.1,9.1 * 205-1 12 :s: 
(') 

"" 2 (2) Испытание＠ на＠ воздействие＠ линейных＠ 107-1 13 
J:::l 

ускорений＠ 30000 g в＠::j 

"' направлени＠

- - -
и＠ оси＠ УＱ＠

3 (3) Испытание＠ на＠ влагостойкость＠ в＠
207-4 14, рисунок＠ 4 - - -

циклическом＠ режиме＠

4 ( 4) Испытание＠ на＠ герметичность＠

;;, - - оценка＠ 401-8 
t'f"J герметичности＠

ｾ＠
1-Q 
ｾ＠ 5 (5) Проверка＠ внешнего＠ вида＠ По＠ образцам＠ внешнего＠ 405-1.3 ｾ＠ --N 
аＭＬ＠

ｾ＠
вида＠ и＠ описания＠

N бКОＮＳＴＷＮＲＷＳ＠ ДＲ＠
N 
-...1 ..., 6 Проверка＠ электрических＠ параметров＠ по＠ - - 500-1, 
'< подгруппе＠ КＱＭ последовательности＠ 2, 3, 4, 203-1, 

6 Ｈпоследовательность＠ 6 только＠ для＠
201-2.1, 1 

нормальных＠ климатических＠ условийＩ＠
500-7 

( 6) Проверка＠ электрических＠ параметров＠ по＠ - - 500-1, 

подгруппе＠ СＱ＠ Ｈпоследовательности＠ 2, 3, 4) 500-7 
при＠ нормальных＠ климатических＠ условиях＠

N ::::: 
:s: 

ｾ＠
ｾ＠
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''12.2.. ｾｾｾＯＨ＠
:::: 
w 
ｾ＠ Продолжение＠ таблицы＠ 4 
ｾ＠
::: 

1 2 3 4 5 6 7 r. ...., 

ｾ＠
ВＶ＠ 1 Испытания＠ на＠ воздействие＠ изменения＠ - - - 205-1 2 

""' 
температуры＠

о＠

"' ,_. 

" 2 Испытания＠ на＠ воздействие＠ линейных＠ｾ＠
::::; 

"' ускорений＠ - - - 107-1 2 ...., 
о＠

""' ::J 

3 Испытания＠ на＠ герметичность＠::: - - - 401-8 2 r. 

"" 
)::::) 

4 Проверка＠ электрических＠ параметров＠ по＠ подＭ"' ...., 

"' 
группе＠ испытаний＠ АＲ＠ Ｈпоследовательность＠ 1, 2) 500-1 2 

203-1 2 
- - -

201-1.2 2 

КＹ＠ 1 ( 1) Испытания＠ на＠ воздействие＠ одиночных＠

1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 

> ＨСＴＩ＠
ударов＠

5.1, 6.1, 7.1, 9.1 * - - 106-1 15 
trj 

ｾ＠
2 (2) Испытание＠ на＠ вибропрочность＠ 103-1.1 ｾ＠ - - -

ｾ＠
t;J 3 (3) Испытание＠ на＠ виброустойчивость＠ - Icc по＠ рисунку＠ 4 - 102-1 16 -N 
Q\ 4 ( 4 ＩИспытание＠ на＠ воздействие＠ повышенной＠ 208-2 17 
ｾ＠
N 

влажности＠ воздуха＠ ＨкратковременноеＩ＠
4 суток＠N 

-.] 
без＠..., 

'< покрытия＠

- -
лаком＠

5(5) Проверка＠ внешнего＠ вида＠ - По＠ образцам＠ внешнего＠
405-1.3 -

вида＠ и＠ описания＠

бКОＮＳＴＷＮＲＷＳ＠ ДＲ＠

N ｾ＠
::: v. (') ...., 
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уＮег＠
V' 

/<- ＯＮдＧＮＯｾ＠

:s: 
:;: 
ｾ＠
:s: 

1 2 3 4 5 6 7 (") ..., 

ｾ＠ КＹ＠ 6 Проверка＠ электрических＠ параметров＠ по＠
ｾ＠
о＠

"" подгруппе＠ КＱ＠ Ｈпоследовательности＠ 2, 3, 4 6) при＠...... 
ＨСＴＩ＠ｾ＠ 500-1 n; 

ｾ＠ нормальных＠ климатических＠ условиях＠ - -
500-7 ｾ＠

::::1 (6) Проверка＠ электрических＠ параметров＠ по＠
о＠

ｾ＠

подгруппе＠ С＠ 1 Ｈпоследовательности＠ 2, 4) в＠::J 
:s: 500-1 (") 

ОＢ＠

нормальных＠ климатических＠ условиях＠
- -

500-7 
]::::, 

:; КＱＰ＠ Испытание＠ упаковки＠
ＺＺо＠

(D1) 1 ( 1) Проверка＠ габаритных＠ размеров＠ инＭ

дивидуальнойＬгрупповойＬдополнительнойи＠ - 404-2 

транспортной＠ тары＠
1.1, 2.1, 3.1, 4.1, ГОСТРВ＠

5.1, 6.1, 7.1, 9.1 * -
20.57.416 

> 
2 Испытание＠ на＠ воздействие＠ понижениого＠ 209-4 

t'!'J 
атмосферного＠ давления＠

ГОСТРВ＠
2 ｾ＠ - - -

20.57.416 
ｾ＠

ｾ＠ 3 (2) Испытание＠ на＠ прочность＠ при＠ свободном＠ 408-1.4 w - 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, ГОСТРВ＠N 18 аＭＮ＠ падении＠ - -
5.1, 6.1, 7.1, 9.1 * 20.57.416 Q 

N 
4 Контроль＠внешнего＠ вида＠ По＠ образцам＠ 405-1.3 N - -

-.] 

ｾ＠ внешнего＠ вида＠ и＠

'< 
описанию＠

бКОＮＳＴＷＮＲＷＳ＠ ДＲ＠

t'-.J 
;::; 
:s: 

0'1 (") ..., 
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ru. ｟｟Ｌ｟и＠

ｾ＠ ｾ＠ /.t!Z/6 
:s: 
w 
7 

ｾ＠
:s: 

1 2 3 
1 

4 
1 

5 6 7 n ..., 

if': ＨКＱＱＩ＠ ( ) [ 1] Определение＠ запасов＠ устойчивости＠ к＠ 422-1 
ＩсＬ＠

о＠

гＺ＠
воздействию＠ механическихＬ＠ тепловых＠и＠ элекＭ Ｈтаблица＠ 1) .;; 

В＠ соответствии＠ с＠ таблицей＠ 5 ;:; 
:r: [D4] 422-1 ..., 

трических＠ нагрузок＠ Ｈграничные＠ испытанияＩ＠"' 
-' 

Ｈтаблица＠ 3) 
о＠
):_, 

ＨКＱＲＩ＠ ( ) [ 1] Испытание＠ на＠ воздействие＠ повышенной＠ 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, ::J 

Icc по＠ рисунку＠ 4 19,20 :s: 
n 

5.1, 6.1, 7.1, 9.1 * 5.1, 6.1, 7.1, 9.1 * 207-2 "" 
]::::J [D2] 

влажности＠ воздуха＠ ＨдлительноеＩ＠
с＠ покрытием＠ 2 

"' ..., 

"' лаком＠

- - -

КＱＳ＠ Испытание＠ на＠ хранение＠ при＠ повышенной＠
1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 

температуре＠

1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 
5.1, 6.1, 7.1, 9.1 * 201-1.1 21 

5.1, 6.1, 7.1, 9.1 * -
КＱＴ＠ 1 Проверка＠ массы＠ микросхемы＠ - Масса＠ - 406-1 

> 
t'!'j 

2 Испытание＠ на＠ воздействие＠ атмосферного＠
ｾ＠

""" 
1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 

ｾ＠ повышенного＠ давления＠ 210-1 
fJJ 5.1, 6.1, 7.1, 9.1 * - --N 3 Испытание＠ на＠ воздействие＠ атмосферного＠аＭＮ＠
С＾＠

1.1, 2.1, 3.1, 4.1, N 
понижениого＠ давления＠ Icc по＠ рисунку＠ 4 209-1 16 N 5.1, 6.1, 7.1, 9.1 * -..) -

...., 
4 Контроль＠ внешнего＠ вида＠ - По＠ образцам＠ внешнего＠ - 405-1.3 

'< 
вида＠ и＠ описанию＠

бКОＮＳＴＷＮＲＷＳ＠ ДＲ＠

:s: N ｾｾ＠
-...] ｾ＠
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Ylt с＠ r-:x: ;; а＠ rt''l. 
:s:: 
w 
::: Продолжение＠ таблицы＠ 4 
:::::, 
= 

3 4 5 6 7 r; 1 2 ..., 

if: КＱＵ＠ Испытание＠ на＠ воздействие＠ плесневых＠ грибов＠ - - Внешний＠ вид＠ 214-1 
Ｉс［＠

о＠
:r. ,_.. 

микросхем＠
::: 
(1) 

:r: 
КＱＶ＠ Испытание＠ на＠ воздействие＠ инея＠ и＠ росы＠ 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, Icc по＠ рисунку＠ 4 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 206-1 19,22 ;3 

:::J 5.1, 6.1, 7.1, 9.1 * 5.1, 6.1, 7.1, 9.1 * с＠ покрытием＠

о＠ лаком＠s 
= КＱＷ＠ Испытание＠ на＠ воздействие＠ соляного＠ тумана＠ - - Внешний＠ вид＠ 215-1 19 ("; 

:r 

):::j микросхем＠
с＠ покрытием＠

ｾ＠ лаком＠..., 

"' КＱＸ＠ Испытание＠ на＠ воздействие＠ акустического＠
1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 1.1,2.1,3.1,4.1, 

шума＠ 5.1, 6.1, 7.1, 9.1 * lcc по＠ рисунку＠ 4 5.1, 6.1, 7.1, 9.1* 108-2 16 

КＱＹ＠ Испытание＠ на＠ пожарную＠ безопасность＠ - - - 410-1, 2 

410-2 2 

> КＲＰ＠ Испытание＠ на＠ воздействие＠ статической＠ пылиＬ＠

t!"J 
если＠ установлено＠ в＠ ТЗ＠ 213-1 2 

ｾ＠ - - -

ｾ＠
ＨКＲＱＩ＠ ( ) [1] Проверка＠ способности＠ к＠ пайке＠ обслуＭ.,... 

ＨН＠- [D6] женных＠ выводов＠ без＠ дополнительного＠ облуＭN 
ｾ＠
ｾ＠

живания＠ после＠ хранения＠ в＠ течение＠ 12 месяцев＠ - - - 402-1 2 
N 
N 
-.1 КＲＲ＠ Испытание＠ на＠ стойкость＠ к＠ воздействию＠...., 
'< одиночных＠ импульсов＠ напряжения＠ Ｈна＠

импульсную＠ электрическую＠ прочностьＩ＠ 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 1.3, 2.3, контроль＠ 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, пＮ＠ 3.6.6 

5.1, 6.1, 7.1, 9.1* работоспособности＠ 5.3, 6.3, 7.3, 9.3* ост＠ в＠ 11 0998 

по＠ рисунку＠ 5 

tv 
:::::, 
= 00 
ｾ＠
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yz,z сｾ＠ ｴ［ｾＮｴｃ＠
::: 
w 
::: Продолжение＠ таблицы＠ 4 
ｾ＠
:::; 

1 2 n 3 4 5 б＠ 7 ..., 

ｾ＠ КＲＳ＠ 1 Испытание＠ на＠ стойкость＠ к＠ воздействию＠
ｾ＠
о＠

специальных＠ факторов＠ с＠ характеристиками＠ ＷИбＬ＠;r, ...... 
ｾ＠

1:! 
ＷИＸＬ＠ ＷИＱＰＬ＠ ＷИＱＱ＠ Ｈпо＠ эффектам＠ мощности＠ дозыＩ＠ 1.1, 2.1, 3.1, 1.3, 2.3, 8.1***, 1.3, 2.3, 5.3, пＮ＠ 3.6.6 24,23 =i 

"" 4.1, 5.1, 6.1, контроль＠ работоＭ контроль＠ работоＭ
ост＠ в＠ 110998 

::J 7.1,9.1* способности＠ по＠ способности＠ по＠о＠
ｾ＠
ｾ＠

рисунку＠ 5 рисунку＠ 5 :::; 
n 

"' 2 Испытания＠ на＠ стойкость＠ к＠ воздействию＠
]:::::1 

специальных＠ факторов＠ с＠ характеристиками＠ ＷИＷＬ＠:j 

"" 
ＷИＱＰ＠ Ｈпо＠ дозовым＠ ионизационным＠ эффектамＩ＠ - 1.3, 2.3, контроль＠ 1.3, 2.3, 5.3, пＮ＠ 3.6.6 24,25 

работоспособности＠ контроль＠ ост＠ в＠ 110998 
по＠ рисунку＠ 5 работоспособности＠

по＠ рисунку＠ 5 

3 Испытания＠ на＠ стойкость＠ к＠ воздействию＠

> специальных＠ факторов＠ с＠ характеристиками＠ ＷИＱＬ＠
t_'l'j 

ＷИＴ＠ Ｈпо＠ эффектам＠ структурных＠ поврежденийＩ＠ｾ＠ - 1.3, 2.3, контроль＠ 1.3, 2.3, 5.3, пＮ＠ 3.6.6 24,26 
ｾ＠

работоспособности＠ 1 ,&;;... контроль＠ ост＠ в＠ 110998 w 
по＠ рисунку＠ 5 работоспособности＠...... 

N 
по＠ рисунку＠ 5 Q\ 

Q 

N 4 Проверка＠ электрических＠ параметров＠ и＠ ФК＠ при＠
N 
ＮＮＮＮＺа＠

повышенной＠ рабочей＠ температуре＠ среды＠ 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3, 201-2.1 1 ....., - -
'< 6.3, 7.3, 9.3* 

ｎＬｾ＠
'-0 ｾ＠

·- - - --
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ｾＲＭ ＱｾＯＬ＼ｒＯＧＭＬ＠
:s: 
w 
;:: Продолжение＠ таблицы＠ 4 
ｾ＠

1 2 3 4 5 б＠ 7 :: 
(") ..., 

if; 
КＲＴ＠ 1 Испытание＠ на＠ стойкость＠ к＠ воздействию＠

s специальных＠ факторов＠ с＠ характеристиками＠ ＷСＴＬ＠
гｳ＠
i ＷСб＠ Ｈпо＠ дозовым＠ ионизационным＠ эффектамＩ＠
ｾ＠ 1.1,2.1,3.1, 1.3, 2.3, 5.3, контроль＠ - пＮ＠ 3.6.6 24,27 ..., 

"' 4.1, 5.1, 6.1, работоспособности＠ ост＠ в＠ 110998 
:::1 7.1, 9.1 * по＠ рисунку＠ 5 
о＠
];., 

2 Испытания＠ на＠ стойкость＠ к＠ воздействию＠:J 
:: 
(") 

"" специальных＠ факторов＠ с＠ характеристиками＠ ＷС＠ 1, 
):::::, 

:::j ＷСЗ＠ Ｈпо＠ эффектам＠ структурных＠ поврежденийＩ＠ -
1.3, 2.3, 5.3, контроль＠ - пＮ＠ 3.6.6 24,28 

"' 
работоспособности＠

ост＠ в＠ 110998 

по＠ рисунку＠ 5 

3 Проверка＠ электрических＠ параметров＠ и＠ ФК＠ при＠

повышенной＠ рабочей＠ температуре＠ среды＠ - 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3, - 201-2.1 1 ' 
' 

> 6.3, 7.3, 9.3* t:'!'j 

ｾ＠
КＲＵ＠ 1 Испытание＠ на＠ стойкость＠ к＠ воздействию＠ｾ＠... 

специальных＠ факторов＠ с＠ характеристиками＠ ＷКＱＬ＠ｾ＠
...... 
N 
аＭＭ ＷКЗＬ＠ ＷКＴＬ＠ ＷКб＠ Ｈпо＠ дозовым＠ ионизационным＠
сＺ＾＠

N 
эффектамＩ＠ 1.1, 2.1, 3.1, 1.3, 2.3, 5.3, контроль＠ пＮ＠ 3.6.6 24,29 N -

-..:1 

....j 4.1, 5.1, 6.1, работоспособности＠ ост＠ в＠ 110998 

'< 7.1,9.1* по＠ рисунку＠ 5 

2 Испытания＠ на＠ стойкость＠ к＠ воздействию＠

специальных＠ факторов＠ с＠ характеристиками＠ ＷКＴＬ＠

ＷКб＠ Ｈпо＠ эффектам＠ структурных＠ поврежденийＩ＠ - 1.3, 2.3, 5.3, контроль＠ - пＮ＠ 3.6.6 24,30 

работоспособности＠ ост＠ в＠ 110998 

по＠ рисунку＠ 5 

vJ 1 ｾ＠о＠ t; ..., 
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Y.Z.t. ｾ＠ /,tf7t,, 

:s: 
w 
::::: Продолжение＠ таблицы＠ 4 
..___, 

1 2 3 4 5 6 7 = n ..., 
КＲＵ＠ 3 Испытания＠ на＠ стойкость＠ к＠ воздействию＠ - - -

ｾ＠
специальных＠ факторов＠ с＠ характеристиками＠):..: 

о＠

"' .... 
ＷКＹＬ＠ ＷКＱＰＬ＠ＷКＱＱＬ＠ ＷКＱＲ＠ Ｈпо＠ одиночным＠'7 

ｾ＠
::j 

эффектамＩ＠ - - - пＮ＠ 3.6.6 2 "' 
:::::J ост＠ в＠ 11 0998 
о＠
):..: 

4 Проверка＠ электрических＠ параметров＠ и＠ ФК＠ 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3, :::1 

= (') 

"' при＠ повышенной＠ рабочей＠ температуре＠ среды＠ 6.3, 7.3, 9.3* 201-2.1 1 - -
ｾ＠

"' ｾ＠ КＲＶ＠ Длительные＠ испытания＠ на＠ безотказность＠ 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3, 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, пＮ＠ 3.5.6 

5.1, 6.1, 7.1, 9.1 * 6.3, 7.3, 9.3*, 5.1, 6.1, 7.1, 9.1 * ост＠ в＠ 11 0998 

контроль＠ работаＭ

способности＠ по＠

рисунку＠ 3 

D5 1 Обобщенная＠ оценка＠ Лис＠ с＠ периодичностью＠ 2 

> или＠ 3 года＠ - - - По＠ методам＠ в＠
м＠
ｾ＠ соответствии＠ с＠

ｾ＠
ГОСТРВ＠:.:... 

w 20.39.413, гост＠..-
N 

РВ＠ 20.57.414, Q'\ 

ｾ＠

N РДＲＲＮＱＲＮＱＹＱ＠
N 
-.1 

Сх＠ Испытания＠ на＠ гаммаＭпроцентный＠ срок＠...., 
'< 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, пＮ＠ 3.5.7 сохраняемости＠

5.1 6.1 7.1 9.1* 6.1 7.1 9.1* 5.1 6.1 7.1 9.1 * ост＠ в＠ 11 0998 
* Динамические＠ параметры＠ указаны＠ в＠ карте＠ заказа＠

** Способ＠ установки＠ и＠ крепления＠ микросхем＠ при＠ испытанияхＬ＠ время＠ выдержки＠ микросхем＠ после＠ их＠ извлечения＠ из＠

растворителя＠ приведены＠ в＠ программе＠ испытаний＠ ＨПИＩ＠

*** Только＠ при＠ испытаниях＠ по＠ группе＠ КＲＳ＠ с＠ характеристикой＠ ＷИＶ＠

vJ 1 ｾ＠ｾ＠ (') ..., 
ｾＭｾＭ
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:s: 
w 
:,: 

:::0 
:s: 
() ..., 

ｾ＠
):.., 

о＠

--? 
7 

"' ==1 

"' 
--' 
о＠

ｾ＠
:s: 
() 

"" 
")::J 

ｾ＠

"' 

(ft.Z ｾ＠ ＨＺｴＺｊ＿ＮＯｾ＠

Продолжение＠ таблицы＠ 4 

Примечания＠

1 Допускается＠ проводить＠ испытания＠ по＠ методу＠ 201-1.1 ОСТ＠ 11.073.013 Ｈбез＠ электрической＠ нагрузкиＩ＠ при＠ повышенной＠ температуре＠ среды＠

на＠ 15 ° С＠ выше＠ повышенной＠ рабочей＠ температуры＠ среды＠ с＠ временем＠ выдержки＠ микросхем＠ в＠ камере＠ тепла＠ не＠ менее＠ 1 О＠ минＮ＠

2 Испытания＠ не＠ проводятＮ＠

3 Параметры＠ по＠ пунктам＠ 6.2, 7.2, 10.1, 11.1, 12.1 контролируются＠ по＠ подгруппе＠ КＱ＠ Ｈпоследовательность＠ 6) на＠ тестовой＠ микросхеме＠

ＵＵＰＷБЦＱУＭОООＮ＠

4 Переключающие＠ испытания＠ обеспечиваются＠ проверкойдинамических＠ параметров＠ и＠ ＨилиＩ＠ функциональным＠ контролемＮ＠

5 Испытания＠ проводят＠ между＠ выводом＠ GND ＨОбщий＠ выводＩ＠ и＠ любым＠ выводом＠ ﾫВходﾻＮ＠

6 Погрешность＠ измерения＠ не＠ более＠ ± 0,05 ммＮ＠

7 Перед＠испытанием＠ проводят＠ формовку＠ выводов＠ в＠ соответствии＠ с＠ рисунком＠ 2 для＠ подгруппы＠ КＴ＠ и＠ ускоренное＠ старение＠ по＠ методу＠ 3 

метода＠ 402-1 ОСТ＠ 11 073.013 для＠ подгрупп＠ КＴ＠ и＠ ВＲＮ＠

Микросхемы＠ погружают＠ в＠ ванну＠ с＠ припоем＠ такＬ＠ чтобы＠ металлизированные＠ выводные＠площадки＠ Ｈна＠ боковой＠ и＠ нижней＠ поверхности＠

;;... 1 корпусаＩ＠ были＠ полностью＠ покрыты＠ припоемＬ＠ при＠ этом＠ крышка＠ корпуса＠ и＠ сварной＠ шов＠должны＠ быть＠ предохранены＠ от＠ контакта＠ с＠

ｾ＠ припоемＮ＠ Допустимое＠ количество＠ погружений＠ одной＠ микросхемы＠ не＠ более＠ трехＮ＠ Выводы＠ микросхем＠ должны＠ быть＠ облужены＠ на＠ всю＠
ｾ＠ длину＠ выводовＬ＠ включая＠ зону＠ крепления＠ корпусаＮ＠-N 
ｾ＠ 8 Испытанию＠ подвергают＠ все＠ выводы＠ одной＠ любой＠ стороны＠ корпуса＠ микросхемыＮ＠

f:3 9 Испытанию＠ подвергают＠ любые＠ четыре＠ вывода＠ микросхемＮ＠
-...J 

...., 1 О＠ Испытания＠ по＠ подгруппе＠ Кб＠ допускается＠ проводить＠ на＠ микросхемахＬ＠ прошедших＠ испытания＠ по＠ подгруппе＠ КＸＮ＠

'< 

ｾＩ＠

N 

:::::; 
:s: 
(") ..., 

11 Испытания＠ проводят＠ при＠ повышенной＠ рабочей＠ температуре＠ среды＠ +85 ﾰСＮ＠

12 100 ЦИКЛОВ＠ ОТ＠ МИНУС＠ 60 ДО＠ + 150 ﾰСＮ＠

13 3 0000 g в＠ направлении＠ оси＠ У＠ 1. 
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Продолжение＠ таблицы＠ 4 

14 Испытания＠ по＠ последовательности＠ 3 подгруппы＠ КＸ＠ и＠ СЗ＠ не＠ проводятＬ＠ если＠ проводят＠ соответственно＠ испытание＠ по＠ подгруппе＠ КＱＲ＠ и＠

испытание＠ на＠ воздействие＠ повышенной＠ влажности＠ воздухаＬ＠ как＠ отдельную＠ группуＬ＠ с＠ планом＠ контроля＠ п］ＱＰ＠ и＠ С］ОＮ＠

Испытание＠ по＠ подгруппе＠ К＠ 12 и＠ испытание＠ на＠ воздействие＠ повышенной＠ влажности＠ воздухаＬ＠ как＠ отдельной＠ группыＬ＠ проводят＠по＠ методу＠

207-2 ОСТ＠ 11 073.013 в＠ течение＠ 56 суток＠ с＠ покрытием＠ микросхем＠ лаком＠ и＠ под＠ электрической＠ нагрузкой＠ по＠ схеме＠ включенияＬ＠ приведенﾭ

ной＠ на＠ рисунке＠ 4. По＠ окончании＠ испытания＠ проводят＠ измерение＠ тока＠ потребления＠ в＠ статическом＠ режиме＠ Icc по＠ рисунку＠ 4 не＠ позднее＠ 15 

мин＠ с＠ момента＠ извлечения＠ микросхем＠ из＠ камеры＠ в＠ нормальных＠ климатических＠ условияхＮ＠ Режим＠ измерения＠ в＠ соответствии＠ с＠ рисунком＠ 4. 

15 Испытания＠ по＠ подгруппе＠ СＴ＠ допускается＠ проводить＠ на＠ микросхемахＬ＠ прошедших＠ испытания＠ по＠ подгруппе＠ СЗＮ＠

16 Испытания＠ проводят＠ под＠ электрической＠ нагрузкой＠ по＠ схеме＠ включенияＬ＠ приведеиной＠ на＠ рисунке＠ 4. Режим＠ измерения＠ в＠ соответствии＠ с＠

рисунком＠ 4. 

1 7 Испытания＠ проводят＠ без＠ электрической＠ нагрузкиＮ＠

По＠ окончании＠испытания＠ не＠ позднее＠ 15 мин＠ с＠ момента＠ извлечения＠ микросхем＠ из＠ камерыＬ＠ проводят＠ измерение＠ тока＠ потребления＠ в＠

статическом＠ режиме＠ Icc по＠ рисунку＠ 4 в＠ нормальных＠ климатических＠ условияхＮ＠

18 При＠ испытании＠ микросхемыＬ＠ предназначенные＠ для＠ контроля＠ параметровＬ＠ укладывают＠ у＠ боковых＠ стенок＠ и＠ на＠ дно＠ транспортной＠ тарыＬ＠ на＠

которое＠ производится＠ сбрасываниеＮ＠

19 При＠ испытании＠ микросхемы＠ покрывают＠ лаком＠ марки＠ УРＭＲＳＱ＠по＠ ТУ＠ 6-21-14 или＠ ЭПＭＷＳＰ＠ по＠ ГОСТ＠ 20824 в＠ три＠ слояＮ＠

20 Испытания＠ по＠ подгруппе＠ КＱＲ＠ проводят＠ в＠ соответствии＠ с＠ примечанием＠ 14 к＠ таблице＠ 4, если＠ не＠ проводят＠ испытания＠ по＠ последовательﾭ

ности＠ 3 подгруппы＠ КＸＮ＠

21 При＠ повышенной＠ предельной＠ температуре＠ среды＠ +125 ﾰСＮ＠

22 После＠ изъятия＠ микросхем＠ из＠ камеры＠ холода＠ испытание＠ проводят＠ в＠ нормальных＠ климатических＠ условиях＠ под＠ электрической＠ нагрузкой＠

по＠ схеме＠ включенияＬ＠ приведеиной＠ на＠ рисунке＠ 4, в＠ течение＠ времениＬ＠ указанном＠ в＠ методе＠ испытанияＮ＠ В＠ течение＠ этого＠ времени＠ через＠

установленные＠ в＠ методе＠ испытания＠ промежутки＠ времени＠ проводят＠ измерение＠ тока＠ потребления＠ в＠ статическом＠ режиме＠ Icc по＠ рисунку＠ 4. 

Режим＠ измерения＠ в＠ соответствии＠ с＠ рисунком＠ 4. 
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Продолжение＠ таблицы＠ 4 

23 Испытания＠ с＠ характеристиками＠ ＷИＱＰＬ＠ ＷИＱＱ＠ не＠ проводятＮ＠

24 Программа＠ и＠ методика＠ проведения＠ испытаний＠ согласована＠ с＠ 22 ЦНИИИ＠ МОＮ＠

25 Испытания＠ с＠ характеристикой＠ ＷИＱ＠ О＠ не＠ проводятＮ＠

26 Испытания＠ с＠ характеристикой＠ ＷИＴ＠ не＠ проводятＮ＠

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

Испытания＠ с＠ характеристикой＠ ＷСＶ＠ не＠ проводятＮ＠

Испытания＠ с＠ характеристикой＠ ＷСＳ＠ не＠ проводятＮ＠

Испытания＠ с＠ характеристиками＠ ＷКЗＬ＠ ＷКＶ＠ не＠ проводятＮ＠

Испытания＠ с＠ характеристикой＠ ＷКＶ＠ не＠ проводятＮ＠

По＠ согласованию＠ с＠ ПЗ＠ испытания＠ проводят＠ на＠ любом＠ типе＠ микросхем＠ серии＠ 5507 одного＠ типоразмера＠ корпусаＮ＠

Проверку＠ электрических＠ параметров＠ по＠ каждой＠ подгруппе＠ испытаний＠ доＬ＠ в＠ процессе＠ и＠ после＠ испытаний＠ проводят＠по＠ принципу＠ ＢгоденＭ

бракＢＮ＠

Контроль＠ разборчивости＠ и＠ содержания＠ маркировки＠ осуществляют＠ по＠ методу＠ 407-1 ГОСТ＠ 30668. 

Контроль＠ прочности＠ маркировки＠ осуществляют＠ по＠ методу＠ 407-3 ГОСТ＠ 30668 . 
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уｺ｟г＠ ｾＯｾｊＶ＠
::s:: 
w 
ｾ＠ Таблица＠ 5 - Граничные＠ испытания＠ микросхем＠ ＵＵＰＷБЦＱ＠ У＠ ＭХХХＬ＠ где＠ ХХХＭ регистрационный＠ номер＠ карты＠ заказаＬ＠ указанный＠ в＠ условных＠
ｾ＠
:s: 

обозначениях＠ микросхем＠ в＠ таблице＠ 1-1. (") 
....; 

ｾ＠
Метод＠ Пункт＠ｾ＠

ПодＭ Порядковые＠ номера＠ параметров＠ в＠ соответствии＠ с＠ таблицей＠о＠

Q ПриＭ
ｾ＠ испытания＠ метода＠

"' группа＠ 6 ::r: Вид＠ и＠ последовательность＠ испытания＠ мечаＭ....; 
по＠ 422-1 ｾ＠

испыＭ

:::::1 в＠ процессе＠
ни＠ е＠

о＠ тания＠ перед＠ испытанием＠ после＠ испытания＠ ост＠ 11 073.013 
ｾ＠
ｾ＠ испытания＠:s: 
(") 

1 2 3 4 5 6 7 8 ｴТＧ＠

]::< 

!:j КＱＱ＠ 1 Оценка＠ тепловых＠ характеристик＠
ｾ＠

микросхем＠ - - - 409-16 2.1.6 1, 2 

2 Воздействие＠ теплового＠ удара＠ 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 205-3 2.1.7 1, 2 -
5.1, 6.1, 7.1, 9.1* 6.1, 7.1, 9.1* 

> 3 Воздействие＠ изменения＠ температуры＠ 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 2.1.8 1, 2 м＠ - 205-1 
ｾ＠

среды＠ 5.1, 6.1, 7.1, 9.1 * 6.1, 7.1, 9.1 * 
ｾ＠

ｾ＠ 4 Воздействие＠ одиночных＠ ударов＠ 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, ＨＮН＠
106-1 2.1.9 1, 2, 3 ..... -

N 5.1, 6.1, 7.1, 9.1 * 6.1, 7.1, 9.1 * 
Q'l 

= N 5 Определение＠резонансных＠ частот＠
100-1 2.1.10 1, 3 N - - -

ＮＮＮＮＺа＠
конструкции＠

--3 
"< 6 Воздействие＠ повышенной＠ 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, - 201-1.1 2.1.11 1 

температуры＠ среды＠ 5.1, 6.1, 7.1, 9.1 * 6.1, 7.1, 9.1 * 

7 Воздействие＠ ступенчатой＠ электＭ

рической＠ нагрузки＠ при＠ повыＭ

шеиной＠ температуре＠ среды＠ 1.1, 2.1, 3.1, 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3, 1.1,2.1,3.1, 700-1 2.1.12 1, 2, 4 

4.1, 5.1, 8.1, 9.1 8.3, 9.3, контроль＠ 4.1, 5.1, 8.1, 9.1 
работоспособности＠

по＠ рисунку＠ 3 
w :::. 

:s: v. Q 

/ 
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::s:: 
w 
::: Продолжение＠ таблицы＠ 5 
ｾ＠
:s: 1 2 3 4 5 6 7 8 n .., 

ｾ＠
КＱＱ＠ 8.1 Определение＠ предельных＠ значений＠

:t;, 

электрических＠ режимов＠ эксплуатации＠о＠

ｾ＠
::: 
ro 
:t .., 

8 .1.1 Определение＠ предельного＠ режима＠!>' 
1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 500-1 2.1.13 1 

:::::1 -
о＠ 5.1, 6.1, 7.1, 9.1 * 5.1, 6.1, 7.1, 9.1 * :t;, 
ｾ＠
:s: 
n 8.1.2 Испытание＠ под＠ электрической＠"' 
ｾ＠ нагрузкой＠ в＠ предельном＠ режиме＠ 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3, 6.3, 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, !:j 
!>' 7.3, 9.3*, контроль＠ 500-1 2.1.13 1 

5.1, 6.1, 7.1, 9.1* 
работоспособности＠ по＠

5.1, 6.1, 7.1, 9.1 * 

рисунку＠ 3 

8.1.3 Определение＠ уровня＠ безопасной＠

нагрузки＠ 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, - 2.1.13 1 

5.1, 6.1, 7.1, 9.1 * - 5.1, 6.1, 7.1, 9.1 * 

> 8.2 Подтверждение＠ предельных＠
t'!'j 

ｾ＠ значений＠ электрических＠ режимов＠ 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 2.1.13 2 
'"tj 

ｾ＠
ＢＧКСП＠

5.1, 6.1, 7.1, 9.1 * - 5.1, 6.1, 7.1, 9.1 * 
ＨН＠.... 9 Определение＠ точки＠ росы＠ 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, N 
аＭＮ＠ Icc по＠ рисунку＠ 4 221-1 2.1.14 1, 5 = -
N 5.1, 6.1, 7.1, 9.1* 
N 
-....! 
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.le 

!:::. Продолжение＠ таблицы＠ 5 
= ｾ＠

ｾ＠
1 2 3 4 5 6 7 8 

ＩＺо＠

D4 1 Определение＠ теплового＠о＠

ｾ＠ - - - 409-16 2.1.6 
:.:: 

сопротивления＠ микросхемы＠"' :I: ..., 
!» 2 Воздействие＠ одиночных＠ ударов＠ 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 
:::1 - 106-1 2.1.9 3 
о＠ 5.1, 6.1, 7.1, 9.1* 5.1, 6.1, 7.1, 9.1 * 
ＩＺо＠

ｾ＠

= 3 Воздействие＠ ступенчатой＠ электриＭ(") 

tr' 

ｾ＠ ческой＠ нагрузки＠ при＠ повышенной＠
700-1 2.1.12 4 ｾ＠

!» 
рабочей＠ температуре＠ среды＠ 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3, 6.3, 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 

5.1, 6.1, 7.1, 9.1 * 7.3, 9.3* 5.1, 6.1, 7.1, 9.1* 

4 Подтверждение＠ предельных＠

значений＠ электрических＠ режимов＠ - 2.1.13 
1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 

эксплуатации＠ 5.1, 6.1, 7.1, 9.1 * - 5.1, 6.1, 7.1, 9.1 * 
> 
м＠ * Динамические＠ параметры＠ указаны＠ в＠ карте＠ заказа＠ｾ＠
""= 
ｾ＠
ｾ＠
1-" 
N Примечапия＠ｾ＠

= N 1 Испытания＠ проводятся＠ по＠ пункту＠ 2.1.2 метода＠ 422-1 ОСТ＠ 11 073.013. 
N 
.....:1 

2 Испытания＠ проводятся＠ по＠ пункту＠ 2.1.3 метода＠ 422-1 ОСТ＠ 11 073.013. 
ｾ＠

'-< 3 По＠ согласованию＠ с＠ ПЗ＠ испытания＠ проводят＠ на＠ любом＠ типе＠ микросхем＠ серии＠ 5507 одного＠ типоразмера＠ корпусаＮ＠

4 Контроль＠ электрических＠ параметров＠ в＠ нормальных＠ климатических＠ условиях＠ после＠ испытаний＠ проводится＠ только＠после＠ последней＠ ступени＠

электрической＠ нагрузкиＮ＠

Напряжения＠ входных＠ сигналов＠ микросхемы＠ увеличиваются＠ пропорционально＠ увеличению＠ напряжения＠ питания＠ микросхемы＠ на＠ каждой＠

ступени＠ электрической＠ нагрузкиＮ＠

5 Режим＠ измерения＠ в＠ соответствии＠ с＠ рисунком＠ 4. 

:::. w ::s: 
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:s: 
w 
::: Таблица＠ 6 ｾНормы＠ и＠ режимы＠ измерения＠ параметров＠ и＠ ФК＠ микросхем＠ ＵＵＰＷБЦＱ＠ УＭХХХＬ＠ где＠ ХХХ＠ ｾрегистрационный＠ номер＠ карты＠
ｾ＠

= 
заказаＬ＠ указанный＠ в＠ условных＠ обозначениях＠ микросхем＠ в＠ таблице＠ 1-1. ,.., 

-j 

ｾ＠ Режим＠ измерения＠
｝ＺоＬ＠

о＠ Норма＠
Выходной＠:>; Наименование＠ БукＭ Значение＠ тестовой＠ величины＠'< 

ТемпераＭ ПогрешＭ НапряＭ Емкость＠ Пр＠ им＠ еＭ::: 
(\) параметраＬ＠ венное＠ ток＠
:I: 

тура＠ среды＠ н＠ остьＬ＠ жени＠ е＠ Входное＠ Входное＠ нагрузк＠
-j 

обозＭ loL, "' единица＠ не＠ не＠
иＬ＠ CL, чан＠ и＠ е＠

ос＠ % питанияＬ＠ В＠ напряжение＠ напряжение＠
ОонＩＬ＠

:::1 измерения＠ начение＠
более＠ Ucc пФ＠

о＠ менее＠ низкого＠ высокого＠ м＠ А＠｝ＺоＬ＠

:::1 уровняＬ＠ UIL В＠ 1 уровняＬ＠ ｕｉНＬ＠ В＠= ,.., 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 t7" 

ｾ＠ U Выходное＠ напряжение＠ - +25±10 
"' 0,3 3,0±1,5% -j 

"' 1.2 низкого＠ уровняＬ＠ В＠ UoL минус＠ 60 2,7 0,5 2,2 
±1,0 1 -

0,1 ＳＰмкАﾱＵＥ＠
1.3 - +85 

И＠ Выходное＠ напряжение＠ - +25±10 

2.2 высокого＠ уровняＬ＠ В＠ ｕон＠
2,4 

минус＠ 60 2,7 0,5 2,2 
1,5±1,5% 

- ±1,0 1 

> ＳＰмкАﾱＵＥ＠
t"!"j 2.3 2,6 +85 
ｾ＠

-
ｾ＠ li Выходное＠ напряжение＠ - 0,4 +25±10 
ｾ＠ и＠ м＠w 3.2 низкого＠ уровня＠ при＠ UoL 

ФК＠ 0,4 минус＠ 60 0,25 :5150* 1 - - -
N ±1,0 3,3 3,2 
аＢ｜＠ 3.3 функциональном＠ - 0,4 +85 = N контролеＬ＠ В＠N 
-..) 

:Ll Выходное＠ напряжение＠ и＠-3 +25±10 
'< 4.2 высокого＠ уровня＠ при＠ 2,9 

4.3 функциональном＠ ФК＠ и＠ минус＠ 60 и＠ м＠ - :5150* 1 

контролеＬ＠ В＠
ｕон＠

2,9 ±1,0 0,25 
3,3 3,2 

и＠ +85 

2,9 

5.1 Ток＠ потребления＠ в＠ - 0,15 +25±10 

5.2 статическом＠ режимеＬ＠ Icc - 0,4 минус＠ 60 ±2,0 3,3 GND Ucc - - -

5.3 м＠ А＠ 0,4 +85 
uJ 1 ｾ＠

-
00 ;:'3 

-j 
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w 
:::: Продолжение＠ таблицы＠ 6. 
ｾ＠
:: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 () .., 

ｾ＠ ｾ＠ Ток＠ утечки＠ высокого＠ - 0,3 +25±10 

"' 6.2 уровня＠ и＠ ток＠ утечки＠ низкого＠
IILH, 

3,0 минус＠ 60 ±2,0 3,3 GND Ucc о＠ - - - -
［о［＠ IILL '< 6.3 уровня＠ на＠ входеＬ＠ мкА＠ 3,0 +85 :::: -
11> 
Ｚс＠

Ll Выходной＠ ток＠ высокого＠
.., - 0,3 +25±10 - -РＧ＠

7.2 и＠ низкого＠ уровня＠ в＠ состояＭ
ｬｯｺнＬ＠

3,0 минус＠ 60 ±2,0 3,3 GND Ucc ::::J 
lozL 

-
о＠

"' 7.3 нииＢВыключеноＢＬ＠ мкА＠ 3,0 +85 5 ::J -
:: 
n 
ОＢ＠ 8.1 Импульсный＠ ток＠
р＠

потребленияＬ＠ мА＠ IccP - 300 +25±10 ;:j ±20 3,3 GND Ucc - - -
РＧ＠

.2_1_ Время＠ задержкиＬ＠ не＠ 3,0 +25±10 

9.2 to - минус＠ 60 ﾱＵＥＫＱнс＠ 3,3 GND Ucc - :::; 150* 3 - 5,0 
9.3 +85 

10.1 Входная＠ емкостьＬ＠ пФ＠ сＡ＠ - 7 +25±10 ±20 - - - - - -
Ш＠ Ёмкость＠ входаＯвыходаＬ＠ пФ＠ Cvo - 7 +25±10 ±20 - - - - - -

> 12.1 Выходная＠ емкостьＬ＠ пФ＠ Со＠ - 7 +25±10 ±20 - - - - - -
м＠
ｾ＠ 13.1 Ток＠ доопределения＠ внеш＠
"tt 
ｾ＠ него＠ вывода＠ до＠ высокого＠w 
ｾ＠

уровняＬ＠ мА＠ ｬнｩｒ＠ 0,03 1,0 +25±10 ±20 3,3 GND N - - -
ｾ＠

= 14.1 Ток＠ доопределения＠ внеш＠
i-J --
N 

него＠ вывода＠ ДО＠ низкого＠........ 

...-j уровняＬ＠ мА＠ ILIR 0,07 2,0 +25±10 ±20 3,3 - Ucc - -
'< 

ПримечанияＺ＠

1 Погрешность＠ установки＠ уровней＠ значения＠ тестовых＠ величин＠ (U1L, ｕшＩ＠ должна＠ быть＠ не＠ более＠ ﾱＨＱＥＫＱＵмВＩＮ＠ При＠ формировании＠

входных＠ напряжений＠ низкого＠ и＠ высокого＠ уровней＠ допускаются＠ выбросы＠ дЦ＠ s 100 мВ＠ длительностью＠ не＠ более＠ 50 неＮ＠

2 Параметры＠ контролируются＠ при＠ наличии＠ их＠ в＠ карте＠ заказа＠ при＠ UozL = U1L, ｕｯｺн＠ = ｕшＮ＠
3 Значение＠ емкости＠ нагрузки＠ - CL указано＠ с＠ учетом＠ паразитных＠ емкостейＮ＠

4 В＠ карте＠ заказа＠ могут＠ устанавливаться＠ другие＠значения＠ электрическихＬ＠ динамических＠ параметров＠ с＠ указанием＠ методов＠ измеренийＮ＠

5 При＠ измерении＠ ｬод＠ Uor = О＠ВＬ＠ при＠ измерении＠ ｬｯｺн＠ Uor = Ucc. 

vj l ｾ＠\D ;::; .., 
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4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ＠ И＠ ХРАНЕНИЕ＠

Транспортирование＠ и＠ хранение＠ микросхем＠ - по＠ ОСТ＠ В＠ 11 0998. 

5 УКАЗАНИЯ＠ ПО＠ ПРИМЕНЕНИЮ＠ И＠ ЭКСПЛУАТАЦИИ＠

Указания＠ по＠ применению＠ и＠ эксплуатации＠ микросхем＠ - по＠ ОСТ＠ В＠ 11 0998 с＠

дополнениями＠ и＠ уточнениямиＬ＠ приведеиными＠ в＠ настоящем＠ разделеＮ＠

5.1 Общие＠ указания＠

Общие＠ указания＠ - по＠ ОСТ＠ В＠ 11 0998. 

5.2 Указания＠ к＠ этапу＠ разработки＠ аппаратуры＠

5.2.5 Порядок＠ подачи＠ и＠ снятия＠ напряжений＠ питания＠ и＠ входных＠ сигналов＠ на＠

микросхемы＠ должен＠ быть＠ следующимＺ＠

- при＠ включении＠ на＠ микросхемы＠ сначала＠ подается＠ напряжение＠ питания＠ Ucc, а＠

затем＠ входные＠ напряжения＠ U1, или＠ одновременно［＠

при＠ выключении＠ напряжение＠ питания＠ Ucc снимается＠ последним＠ или＠

одновременно＠ с＠ входными＠ напряжениями＠ U1. 

5.2.6 Допускается＠ включенное＠ состояние＠ объединенных＠ выходов＠ и＠ входовＯвыходов＠

с＠ тремя＠ состояниями＠ двух＠ микросхем＠ на＠ время＠ не＠ более＠ 100 неＮ＠

5.2.7 Допускается＠ работа＠ микросхем＠ при＠ ёмкости＠ нагрузки＠ CL не＠ более＠ 200 пФＮ＠ При＠

этом＠ динамические＠ параметры＠ не＠ гарантируютсяＮ＠

5. 3 Указания＠ по＠ входному＠ контролю＠ микросхем＠

Указания＠ по＠ входному＠контролю＠ микросхемＭ по＠ ОСТ＠ В＠ 11 0998. 

5.4 Указания＠ к＠ производству＠ аппаратуры＠

5.4.9 Допустимое＠ значение＠ потенциала＠ статического＠ электричества＠ должно＠ быть＠ не＠

более＠ 1 000 ВＮ＠

Для＠ влагазащиты＠ плат＠ с＠ микросхемами＠ рекомендуется＠ применять＠ лак＠ марки＠ УРＭＲＳＱ＠

по＠ ТУ＠ 6-21-14 или＠ ЭПＭＷＳＰ＠ по＠ ГОСТ＠ 20824 в＠ три＠ слояＮ＠

5.4.10 Рекомендуется＠ установку＠ микросхем＠ на＠ платы＠ проводить＠ в＠ соответствии＠ с＠

рисунком＠ 1 настоящих＠ ТУＬ＠ а＠ формовку＠ и＠ обрезку＠ выводов＠ микросхемＭ в＠ соответствии＠ с＠

рисунком＠ 2 настоящих＠ ТУＮ＠

При＠ облуживании＠ выводов＠ микросхемы＠ погружают＠ в＠ ванну＠ с＠ припоем＠ такＬ＠ чтобы＠

металлизированные＠ выводные＠ площадки＠ Ｈна＠ боковой＠ и＠ нижней＠ поверхностях＠ корпусаＩ＠

были＠ полностью＠ покрыты＠ припоемＬ＠ при＠ этом＠ крышка＠ корпуса＠и＠ сварной＠ шов＠ должны＠

быть＠ предохранены＠ от＠ контакта＠ с＠ припоемＮ＠ Выводы＠ микросхем＠ должны＠ быть＠ облужены＠ на＠

всю＠ длину＠ выводовＬ＠ включая＠ зону＠ крепления＠ к＠ корпусуＮ＠

1 ｾ＠ ｾｾｾ＠ 1 1 1 1 1 АЕЯРＮＴＳＱＲＶＰＮＲＲＷТУ＠ рЩ＠
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Способ＠ установки＠ микросхем＠ на＠ платы＠ и＠ их＠ демонтажа＠ должен＠ обеспечивать＠

отсутствие＠ передачи＠ усилийＬ＠ деформирующих＠ корпусＮ＠

Рекомендуется＠ начинать＠ пайку＠ с＠ выводов＠ Ucc и＠ О＠ ВＮ＠ Пайку＠ остальных＠ выводов＠

разрешается＠ проводить＠ в＠ любой＠ последовательностиＮ＠

5.4.12 Устанавливать＠ и＠ извлекать＠ микросхемы＠ из＠ контактных＠ приспособленийＬ＠ а＠

также＠ производить＠ замену＠ микросхем＠ необходимо＠ только＠ при＠ снятии＠ напряжений＠ со＠ всех＠

выводов＠ микросхемыＮ＠

5.4.13 Дополнительные＠ указания＠ по＠ применению＠ и＠ эксплуатацииＬ＠ при＠ необходимоﾭ

стиＬ＠ приводятся＠ в＠ карте＠ заказаＮ＠

5.4.14 Инструкция＠ по＠ разработке＠ микросхем＠ на＠ основе＠ БМК＠ приведена＠ в＠

Г＠ АВЛＮＴＳＱＲＶＰＮＰＲＸ＠ И＠ и＠ высылается＠ по＠ специальному＠ запросуＭдоговоруＮ＠

6 СПРАВОЧНЫЕ＠ ДАННЫЕ＠

Справочные＠ данные＠ - по＠ ОСТ＠ В＠ 11 0998 с＠ дополнениями＠ и＠ уточнениямиＬ＠

приведеиными＠ в＠ настоящем＠ разделеＮ＠

6.2.1 Зависимости＠ основных＠ электрических＠ параметров＠ микросхем＠ от＠ режимов＠ и＠

условий＠ эксплуатации＠ приведеныв＠ справочном＠ листе＠ Г＠ АВЛＮＴＳＱＲＶＰＮＰＲＴ＠ ДＱＮ＠

6.2.2 Значение＠ собственной＠ резонансной＠ частоты＠ микросхем＠ не＠ менее＠ 3,6 кГцＮ＠

6.6 Предельное＠ значение＠ температуры＠ p-n перехода＠ кристаллаＫ＠ ＱＵＰﾰСＮ＠

7 ГАРАНТИИ＠ ПРЕДПРИЯТИЯＭИЗГОТОВИТЕЛЯＮ＠

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ＠ ИЗГОТОВИТЕЛЬＭПОТРЕБИТЕЛЬ＠
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Приложеине＠ А＠

ＨобязательноеＩ＠

Уточнение＠ ТУ＠ при＠ поставке＠ микросхем＠ в＠ бескорпусном＠

исполнении＠ на＠ общей＠ пластине＠ в＠ соответствии＠ с＠ Р＠ Д＠ 11 0723. 

Настоящее＠ приложение＠ к＠ АЕЯРＮＴＳＱＲＶＰＮＲＲＷ＠ ТУ＠ содержит＠ уточнения＠ ТУ＠ при＠

поставке＠ микросхем＠ в＠ бескорпусном＠ исполнении＠ на＠ общей＠ пластине＠ Ｈдалее＠ микросхемыＩ＠ в＠

соответствии＠ с＠ Р＠ Д＠ 11 0723. 

АＮＱ＠ Типы＠ БМК＠ указаны＠ в＠ таблице＠ АＮＱＮ＠ Типы＠ ＨтипономиналыＩ＠ поставляемых＠

полузаказных＠ микросхем＠ ＵＵＰＷБЦＱНＴＭХХХ＠ приведеныв＠ таблице＠ АＮＱＭＱＮ＠

Таблица＠ A.l ＭТипы＠ БМК＠

У＠ славное＠ обозначение＠ микросхемы＠
Обозначение＠ габаритного＠ чертежа＠

Ｈчертежа＠ кристаллаＩ＠

1 2 

ＵＵＰＷБЦＱНＴ＠ Г＠ АВЛＮＴＳＱＴＳＲＮＰＲＴ＠

АＮＲ＠ Пример＠ обозначения＠ микросхем＠ при＠ заказе＠ Ｈв＠ договоре＠ на＠ поставкуＩＺ＠

Микросхема＠ ＵＵＰＷБЦＱНＴＭХХХＪＭ АЕЯРＮＴＳＱＲＶＰＮＲＲＷ＠ ТУＬ＠ карта＠ заказаＪＪＬ＠ РД＠ 11 0723. 

АＮＳ＠ Общий＠ видＬ＠ габаритные＠ и＠ присоединительные＠ размеры＠ микросхемＬ＠ а＠ также＠

участки＠ контактных＠ площадокＬ＠ к＠ которым＠ допускается＠ производить＠ пайку＠ и＠ сваркуＬ＠

указаны＠ на＠ габаритном＠ чертеже＠ Ｈчертеже＠ кристаллаＩＬ＠ приведённом＠ в＠ таблице＠ АＮＱＮ＠

Чертежи＠ высылаются＠ по＠ запросу＠ потребителяＮ＠

АＮＴ＠ Описание＠ внешнего＠ вида＠ кристаллов＠ Г＠ АВЛＮＴＳＱＴＳＲＮＰＰＶ＠ ДＲ＠ прилагается＠ к＠ ТУＮ＠

АＮＵ＠ Электрические＠ параметры＠ микросхем＠при＠ приёмке＠ и＠ поставке＠ соответствуют＠

нормам＠ для＠ нормальных＠ климатических＠ условийＬ＠ приведённым＠ в＠ таблице＠ АＮＲＮ＠

АＮ＠б＠ Допустимое＠ значение＠ потенциала＠ СЭ＠ не＠ менее＠ 1000 ВＮ＠

АＮ＠ 7 На＠ упаковочной＠ бандероли＠ ＨярлыкеＩ＠ необходимо＠ указывать＠ условное＠

обозначение＠ микросхем＠ - ＵＵＰＷБЦＱНＴＭХХХＬ＠ обозначения＠ номера＠ ТУ＠ и＠ наносить＠ знак＠

чувствительности＠ к＠ СЭ＠ в＠ виде＠ равностороннего＠ треугольника＠ ｾＮ＠

АＮＸ＠ Упаковка＠ должна＠ обеспечивать＠ защиту＠ микросхем＠ от＠ СЭＮ＠

АＮＹ＠ Транспортировка＠ микросхем＠ в＠ негерметичных＠ отсеках＠ самолётов＠ не＠

допускаетсяＮ＠

АＮＱ＠ О＠ НумерацияＬ＠ обозначение＠ и＠ наименование＠ контактных＠ площадок＠ микросхем＠

приведены＠ в＠ картах＠ заказаＮ＠

ＪХХХＭ регистрационный＠ номер＠ карты＠ заказаＬ＠ указанный＠ в＠ условных＠ обозначениях＠

микросхем＠ в＠ таблице＠ 1-1. 

** Децимальный＠ номер＠ карты＠ заказа＠ в＠ соответствии＠ с＠ таблицей＠ АＮ＠ 1-1 для＠

микросхем＠ ＵＵＰＷБЦＱНＴＭХХХＮ＠

Лнсｲ＠
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Таблица＠ АＮＲ＠ Электрические＠ параметры＠ микросхем＠ при＠ приёмке＠ и＠ поставке＠

Наименование＠ параметраＬ＠ Буквенное＠ Норма＠ параметра＠ ПримечаＭ

единица＠ измеренияＬ＠ обозначение＠
не＠ не＠

ни＠ е＠

режим＠ измерения＠ параметра＠ менее＠ более＠

1 2 3 4 

Выходное＠ напряжение＠ низкого＠

уровняＬ＠ В＠ при＠ IOL = 3,0 мА＠
UOL 

0,3 

Выходное＠ напряжение＠ низкого＠

уровняＬ＠ В＠ при＠ loL= 30 мкА＠ 0,1 

Выходное＠ напряжение＠ высокого＠

уровняＬ＠ В＠ при＠ ｉон］＠ 1 ,5 мА＠
ｕон＠

2,4 

Выходное＠ напряжение＠ высокого＠

уровняＬ＠ В＠ при＠ ｉон］＠ 30 мкА＠ 2,6 

Ток＠ потребленияＬ＠ мА＠
Icc 

0,15 

при＠ Ucc = ＳＬＳВ＠

Токи＠ утечки＠ низкого＠ и＠ высокого＠
IILL, 

0,3 

уровней＠ на＠ входеＬ＠ мкА＠
IILH 

при＠ Ucc = ＳＬＳВ＠

Выходной＠ ток＠ низкого＠ и＠ высокого＠
IOZL, 

0,3 

уровней＠ в＠ состоянии＠ ＢВыключеноＢＬ＠
ｉｯｺн＠

мкА＠ при＠ Ucc = ＳＬＳВ＠

Ток＠ доопределения＠ внешнего＠

вывода＠ до＠ высокого＠ уровняＬ＠ мА＠ ｉНｉｒ＠ 0,03 1 

при＠ Ucc = ＳＬＳВ＠

Ток＠ доопределения＠ внешнего＠

вывода＠ до＠ низкого＠ уровняＬ＠ мА＠ ILIR 0,07 2 

при＠ Ucc = ＳＬＳВ＠

Время＠ задержки＠ на＠ вентильＬ＠ не＠

to *** 3,0 
при＠ Ucc = ＳＬＳВ＠ и＠ CL ::::; ＱＵＰпФＪ＠

7 

Емкость＠ входаＯвыходаＬ＠ пФ＠ Cuo** 7 

Выходная＠ емкостьＬ＠ пФ＠ СоＪＪ＠ 7 

* С＠ учётом＠ паразитных＠ емкостей＠

* * Параметры＠ гарантируются＠

* * * Конкретные＠ значения＠ время＠ задержки＠ t0 приводятся＠ в＠ карте＠ заказаＮ＠

ПримечанияＺ＠ 1 Режимы＠ измерения＠ электрических＠ параметров＠ приведеныв＠ таблице＠ 6. 

2 в＠ карте＠ заказа＠ в＠ технически＠ обоснованных＠ случаях＠ могут＠

устанавливаться＠ дополнительные＠ электрические＠ параметры＠ с＠

указанием＠ метода＠ контроляＮ＠
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Приложение＠ Б＠

ＨобязательноеＩ＠

Ссылочные＠ нормативные＠ документы＠

Обозначение＠ документаＬ＠ на＠ который＠ Номер＠ разделаＬ＠ подразделаＬ＠ пунктаＬ＠ подпунктаＬ＠

дана＠ ссылка＠ приложения＠ ТУＬ＠ в＠ котором＠ дана＠ ссылка＠

гост＠ в＠ 9.003-80 таблица＠ 4 

гост＠ 18683.1-83 3 .6.2.1; 3 .6.2.2; 3 .6.2.3; 3 .6.2.4 

ГОСТ＠ 18683.2-83 3.6.2.5 

гост＠ 19480-89 1.3 

гост＠ 20824-81 5.4.1, таблица＠ 4 

гост＠ 21931-76 рисунок＠ 1 

ГОСТ＠ 23088-80 таблица＠ 4 

ГОСТ＠ РВ＠ 20.39.412-97 2.2.28; 2.12.1 

ГОСТ＠ РВ＠ 20.39.413-97 таблица＠ 4 

ГОСТ＠ РВ＠ 20.57.414-97 таблица＠ 4 

ост＠ в＠ 11 0998-99 1, 1.1; 1.3; 1.4; 2; 2.4; 2.8; 2.9, 3; 3.1; 3.2; 3.4;3.5.2.1; 

3.5.3.1; 3.5.4.1; 3.7, 4; 5; 5.1; 5.3, 6; 7; таблица＠ 4 

ост＠ 11 073.013-83 3.3.9.4; 3.5.1.1; 3.5.1.2; 3.5.1.5; 

таблицы＠ 4, 5; рисунок＠ 1 

ост＠ 11 073.944-90 3.6.7 

РД＠ 22.12.191-98 таблица＠ 4 

РДＱＱ＠ 0723-90 1.1, приложение＠ А＠

РДＱＱ＠ 0755-90 3.3.9.4 

ТУ＠ 6-21-14-90 5 .4.1, таблица＠ 4 
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Из＠ м＠ Лист＠

Приложение＠ В＠

ＨобязательноеＩ＠

ТерминыＬ＠ определенияＬ＠ буквенные＠ обозначения＠ и＠ сокращения＠ параметровＬ＠ не＠

установленные＠ действующими＠ стандартами＠

Термины＠

1 

Импульсный＠ ток＠

потребления＠

Ток＠ доопределения＠

внешнего＠ вывода＠ до＠

высокого＠ уровня＠

Ток＠ доопределения＠

внешнего＠ вывода＠ до＠

низкого＠ уровня＠

N2 документа＠ Подпись＠

Буквенное＠

обозначение＠

2 

lccP 

ｉНｉｒ＠

ILIR 

l 
Дата＠

Определение＠

3 

Значение＠ токаＬ＠ потребляемого＠ интегральной＠

микросхемой＠ от＠ источника＠ питанияＬ＠ в＠ течение＠

времениＬ＠ равного＠ воздействию＠ ВВФ＠ с＠

характеристиками＠ ＷИＱＬ＠ ＷИＶＬ＠ ＷИＷ＠

Значение＠ токаＬ＠ протекающего＠ чｾрез＠ резисторＬ＠

подключенный＠ между＠ шиной＠ напряжения＠

питания＠ Ucc и＠ внешним＠ выводомＬ＠ и＠

обеспечивающего＠ формирование＠ потенциала＠

высокого＠ уровняＮ＠ на＠ внешнем＠ вｾводе＠

Значение＠ токаＬ＠ протекающего＠ через＠ резисторＬ＠

подключенный＠ между＠ общей＠ шиной＠ GND и＠

внешним＠ выводомＬ＠ и＠ обеспечивающего＠

формирование＠ потенциала＠ низкого＠ уровня＠ на＠

внешнем＠ выводе＠
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Приложение＠ Г＠

ＨобязательноеＩ＠

ПЕРЕЧЕНЬ＠ ПРИЛАГ＠ АЕМЫХ＠ ДОКУМЕНТОВ＠

1 Габаритный＠ чертеж＠ УＸＰＮＰＷＳＮＲＵＸ＠ гч＠

2 Схема＠ электрическая＠ структурная＠ ГАВЛＮＴＳＱＲＶＰＮＰＲＴ＠ 31 

ГАВЛＮＴＳＱＲＶＰＮＳＳＰ＠ 31 

3 Описание＠ образцов＠ внешнего＠ вида＠ бКОＮЗＴＷＮＲＷＳ＠ ДＲ＠

4 Справочный＠ лист＠ ГАВЛＮＴＳＱＲＶＰＮＰＲＴ＠ Дｬ＠ * 

5 Таблица＠ норм＠ Г＠ АВЛＮＴＳＱＲＶＰＮＰＲＴ＠ ТБＪ＠

6 Карта＠ заказаＪ＠ ГАВЛＮＴＳＱＲＶＰＮＲＳＶ＠ Д＠

ГАВЛＮＴＳＱＲＶＰＮＳＳＰ＠ Д＠

7 Инструкция＠ по＠ разработке＠ микросхем＠ на＠основе＠ БМКＪ＠ Г＠ АВЛＮＴＳ＠ 1260.028 И＠
1 

8 Габаритный＠ чертеж＠ кристалла＠ ГАВЛＮＴＳＱＴＳＲＮＰＲＴ＠

8 Описание＠ внешнего＠ вида＠ кристаллов＠ ГАВЛＮＴＳＱＴＳＲＮＰＰＶ＠ ДＲ＠

1 

1 

1 

1 

ＪДокумент＠ высылается＠ по＠ специальному＠ запросуＭдоговоруＮ＠ 1 

1 

1 

Л＠ нет＠

ｾＭ
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Приложение＠ Д＠

ＨобязательноеＩ＠

КОНТРОЛЬНОＭИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ＠ ПРИБОРЫ＠ И＠ ОБОРУДОВАНИЕ＠

Наименование＠ прибора＠ Тип＠ прибора＠ Примечани＠ е＠

ＨоборудованияＩ＠ ＨоборудованияＩ＠

1 2 3 

Стенд＠ специализированный＠ НРＸＲＰＰＰ＠

автоматический＠

Источник＠ питания＠ БＵＭＴＶ＠

Цифровой＠ универсальный＠ ВＷＭＴＰ＠

измерительный＠ прибор＠

Генератор＠ импульсов＠ ГＵＭＴＸ＠

Осциллограф＠ СＱＭＶＴ＠

Частотомер＠ 43-54 

Весы＠ лабораторные＠ ВЛРＭＲＰＰ＠

равноплечи＠ е＠

Измеритель＠ параметров＠ ЛＲＭＲＸ＠

полупроводниковых＠ приборов＠

Примечания＠ 1 Допускается＠ по＠ согласованию＠ с＠ представителем＠ заказчика＠ применение＠

приборовＬ＠ отличных＠ от＠ указанных＠ в＠ перечнеＬ＠ но＠ обеспечивающих＠ проверку＠ требуемых＠

параметров＠ и＠ заданную＠ точность＠ измеренияＮ＠

2 В＠ карте＠ заказаＬ＠ при＠ необходимостиＬ＠ приводится＠ перечень＠ дополнительных＠ конＭ

тральноＭизмерительных＠ приборов＠
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